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RESUMO

A tecnologia sol-gel tem sido muito utilizada na obten¢do de materiais ceramicos cujas
propriedades quimicas, elétricas, mecanicas, térmicas e outras, podem ser atingidas
através do controle da estrutura e da porosidade no nivel nanométrico. As vantagens
dessa rota quimica — produto com alta pureza, baixa temperatura de fabricagdo, custo
operacional reduzido - em comparagdo com o0s processos convencionais — produto
fragil, temperatura de fabricag¢do alta, custo operacional elevado - tém levado a um
grande nimero de publicagdes em revistas especializadas o que tem, conseqiientemente,
justificado o grande investimento pelas industrias dvidas por garantir € manter seus
mercados. Em paises desenvolvidos, como os Estados Unidos, todo esse investimento
financeiro aplicado ao método sol-gel tem sido garantido através de depdsitos de
patentes, assegurando o monopo6lio da tecnologia por varios anos, sem a interferéncia
de concorrentes. No Brasil, entretanto, o nimero elevado de publicagdes em revistas
especializadas, na area do sol-gel, ndo ¢ semelhante ao numero de pedidos de patente,

que ¢ muito baixo.

O objetivo desse trabalho ¢ em primeiro lugar fazer um levantamento do
desenvolvimento da rota sol-gel no tocante a protecdo industrial, tanto no Brasil quanto
nos Estados Unidos, além de um levantamento das publicagdes do Laboratorio de
Materiais Ceramicos da Universidade Federal de Minas Gerais, que apresentam

condig¢des de gerar depositos de pedidos de patente.
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ABSTRACT

The sol-gel technology has been widely used to obtain ceramic materials whose
chemical, electrical, mechanical, thermal properties among others can be obtained
through the control of their structure and porosity. The advantages of these chemical
routes —product of high purity, low processing temperature, reduced operational costs —
in comparison with the conventional ones — fragile product, high processing
temperature, high operational costs - have provided a great number of publications in
specialized journals which have as a consequence, lead to investments by the industry
anxious to obtain and maintain their market share. In developed countries such as the
United States the financial investments applied to sol-gel method have been
accompanied by the deposit of patents, which keep the monopoly during years without
the interference of its competitors. In Brazil, however, the high number of publications
in specialized journals in sol-gel technology is not followed by patents whose number is

very small.

Therefore, the aim of this work is review the situation of sol-gel technology concerning
the industrial property in Brazil and the United States, and, besides that, study the
publications from Laboratério de Materiais Ceramicos of the Universidade Federal de

Minas Gerais that are able to be patentable.



1 INTRODUCAO

Os materiais sdo identificados por suas caracteristicas fisicas e/ou quimicas,
representadas por suas propriedades quimicas, elétricas, mecanicas, térmicas e outras.
Entretanto, as propriedades que influenciam boa parte das aplicagdes dos materiais
ceramicos, sdo aquelas diretamente ligadas as mudancas de temperatura, que afetam a
estrutura interna do material. Convencionalmente, grande parte dos materiais ceramicos
¢ obtida através da conformagdo viscosa ou sinterizacdo (KINGERY, 1976;

DUCHEYNE et al., 1999).

A tecnologia sol-gel ¢ considerada uma rota de sintese quimica adequada para o
processamento de materiais ceramicos a baixa temperatura, permitindo o controle da
estrutura do material no nivel nanométrico. De uma forma geral, o método se baseia nas
reagoes de hidrélise e condensacdo, secagem e aquecimento, para uma posterior
densificagdo do produto final obtido. Como resultado, o produto cerdmico gerado
apresenta elevada homogeneidade, baixo nivel de impurezas, temperatura de fabricacdo

e custos operacionais baixos (CROOK, 2001; PARKHILL et al., 2001).

Extensa bibliografia a respeito desse processo de obtencdo de produtos cerdmicos tem
sido disponibilizada em revistas cientificas, de ambito nacional e internacional e em

anais de congressos ou seminarios.

Os produtos advindos dessa rota de processamento, tendo em vista seu grande
interesse tecnoldgico e mercadologico, t€m sido protegidos e disponibilizados através
de grande numero de patentes geradas nos Centros de Pesquisas, Universidades e
Empresas Privadas / Publicas, em nivel nacional e internacional, permitindo o retorno

financeiro aplicado nessas pesquisas.

A motivagao para esse trabalho veio da constatagcdo da importancia da tecnologia sol-gel

na obtencdo desses materiais ceramicos, com caracteristicas unicas, cada vez mais



requisitadas nas mais variadas areas tecnoldgicas. Um outro fator também bastante
importante, nessa motivagado, ¢ a confirmacao de que todo esse avanco tecnoldgico,
principalmente nos paises desenvolvidos, recebe dois tipos de prote¢do: um, na area
de propriedade intelectual (como direito autoral), quando ¢ feita a publicagdo em
revistas técnicas especializadas; e o outro, na area de propriedade industrial, quando se
deposita o pedido de patente, garantindo a titularidade da patente e o retorno

financeiro no caso de ocorrer sua exploragao comercial.

1.1 Objetivo do Estudo

Baseado na importancia da tecnologia sol-gel para a obtengdo de materiais ceramicos,
tanto do ponto de vista cientifico, quanto da necessidade da protecdo na area da
propriedade industrial do conhecimento gerado, bem como, do investimento aplicado
nas pesquisas, objetivando-se garantir os direitos das empresas / universidades / centros
de pesquisa, e, particularmente, no caso do Laboratério de Materiais Ceramicos da

UFMG, procura-se nessa dissertacao:

Objetivo Geral:

a) Fazer um levantamento do desenvolvimento da tecnologia sol-gel, empregando
como parametro de comparagdo, o deposito de pedidos de patente no Brasil e nos

Estados Unidos.

Objetivos Especificos:

a) Apresentar o cenario atual do LMC comparando sua produgdo cientifica e seu nivel

de protecdo do conhecimento gerado, na area de propriedade industrial.

b) Separar, analisar e sugerir, entre as publicacdes do LMC / UFMG, referentes a
tecnologia sol-gel, aquelas que, segundo o que foi definido pela Lei de Propriedade
Industrial em vigor, Lei n® 9.279 de 14/05/1996, sdo passiveis de gerar depositos de
pedidos de patente.



2 REVISAO BIBLIOGRAFICA

O assunto a ser desenvolvido nessa dissertacao envolve duas areas distintas: a rota
quimica denominada sol-gel e sua prote¢do na area da propriedade industrial, mais
propriamente, patentes. Por isso, a revisdo bibliografica sera dividida em duas
partes: a primeira, diz respeito ao método sol-gel, discorrendo desde seu historico,
até sua utilizacdo. A outra, referente a patentes, descreve os conceitos basicos sobre

a propriedade industrial.

2.1 Meétodo Sol-Gel

2.1.1 Breve historico do método

Materiais ceramicos apresentando geometria pré-definida sdo bastante requisitados em
varias areas tecnoldgicas. Tradicionalmente, as ceramicas, vidros e similares sao
obtidos através de vdrias rotas, entre elas, a moldagem de pos-cerdmicos. Esses
processos, no entanto, apresentam varias desvantagens, entre elas a utilizagdo de
temperaturas elevadas, da ordem de 2000°C ou mais, dependendo do material, que
acarretam muitos problemas, como por exemplo, o elevado consumo de energia, a
falta de homogeneidade do produto (que leva a um produto final fragil), longa
duracdo do processo, formacdo de defeitos, necessidade, algumas vezes, de pds-

tratamentos e outros (JANUARY, 1984; VAN DE LEEST, 2000).

Com a finalidade de solucionar parte dos problemas descritos anteriormente, tem sido
estudada a tecnologia “sol-gel”, que permite a obtencdo de materiais ceramicos,
apresentando vantagens, em relacdo a tecnologia convencional, tais como:
possibilidade de obtencdo de pegas monoliticas com caracteristicas proximas da
desejada; obtencao de géis com porosidade controlada, em escala nanométrica; pureza
quimica e flexibilidade na selecdo da composi¢do; baixa temperatura de fabricacao;

além de custo final baixo (HENCH & VASCONCELOS, 1990; KIRKBIR &



RAYCHAUDHURI, 1995; VASCONCELOS, 1998; GANGULI et al., 2000;
CORDONCILLLO et al.,2000; NARULA et al., 2001; FARIAS, 2001).

Essa rota foi empregada pela primeira vez em 1845 quando M. Ebelman, observou a
reacdo lenta do tetraetil- ortossilicato (TEOS) na obtencao de vidro. Somente em 1943
foi concedida a primeira patente na area de sol-gel (patente DE 736.411) & empresa
alema Jenaer Glaswer Schott & Gen. para filme de silicato formado por imersao.
Entretanto, s6 depois de 1960 surgiram no mercado as primeiras aplicacdes para os
produtos do sol-gel, através dos revestimentos para espelhos retrovisores e anti-
reflexivos, assim como, para aplicagdes na area de arquitetura, que tém sido

amplamente comercializados (VASCONCELOS, 2001(a); HUANG, 2002).

Desde entdo, essa tecnologia ndo deixou de ser pesquisada e aperfeicoada, a ponto do
investimento global para os produtos derivados da tecnologia sol-gel em 2001 chegar a
cifra de 712 milhdes de dodlares, com a previsdo de ser atingido o valor de 936 milhdes
de dolares no ano de 2006. Apenas nos Estados Unidos o investimento nessa
tecnologia atingiu o patamar de 202,5 milhdes de dolares em 2001, com a expectativa
de chegar a 320 milhdes de ddlares em 2006, segundo dados da empresa Business

Communications Company, Inc., em maio de 2002 (BCC, 2002).

De uma forma geral, o processo sol-gel envolve a produgdo de uma suspensao de um
solido em liquido (sol), seguida da remog¢do do liquido e, finalmente a densificacdo do
solido. A solugdo desejada (sol) — que, ¢ formada de particulas solidas, com um
didmetro de poucas dezenas ou centenas de nandmetros, suspensas em uma fase
liquida - consiste de: a) composto formador de ceramica ou precursor, b) solventes e,
c) catalisadores. Esta solucdo ¢ misturada e colocada para reagir. Em seguida,
ocorrem reacdes de hidrolise e condensacdo, fazendo com que as particulas sélidas
formem uma nova fase (gel), na qual um sélido macromolecular estd imerso em uma
fase liquida. Segue-se uma etapa de secagem do gel, onde a fase liquida é removida
dos poros. Finalmente, o produto final ¢ densificado na forma solida (YOLDAS,

1976; KIRKBIR & RAYCHAUDHURI, 1995; FITZGERALD et al., 2001).



2.1.2 Principais patentes na area

Tendo em vista a grande versatilidade da rota sol-gel, as empresas / universidades
/centros de pesquisa detentoras dessa tecnologia tém se utilizado da propriedade
industrial para, simultaneamente, garantir seus direitos na area de patente e manter a
tranqiiilidade tecnoldgica, tanto para o prosseguimento das pesquisas quanto do
investimento aplicado, sem a interferéncia de terceiros. O interesse nessa prote¢ao ¢
refletido através das inimeras patentes depositadas e concedidas desde os anos 40.
Apenas como exemplos, foram escolhidas aleatoriamente as patentes abaixo, como

representativas de cada década:

a) DE 736.411

Depositante: Jenaer Glaswerk Schott & Gen. In Jena.
Deposito: 28/05/1939.

Concessao: 06/05/1943.

Titulo: Verfahren zur Anderung des Reflexonsvermdgens optischer Gliser.

De acordo com Donglu Shi (2002), esta foi a primeira patente concedida na area de
sol-gel e se refere a um processo de formacao de filmes de silicato obtido através de

dip-coating.

b) US 3.640.093.

Depositante: Owens-Illinois, Inc.

Inventores: Leon Levene e lan M. Thomas.

Deposito: 22/07/1969.

Concessao: 08/02/1972.

Titulo: Process of converting metalorganic compounds and high purity products

obtained therefrom.

Essa patente se refere a um processo de conversdo de compostos metalorgdnicos e
produtos obtidos com elevada pureza.  Nessa patente o produto é obtido através da

hidrolise de alcoxidos de silicio empregando uma quantidade de agua menor que a



estequiométrica para efetuar a hidrdlise parcial. O produto parcialmente hidrolisado
¢ reagido com um alcoxido metalico e/ou um sal metdlico na presen¢a de uma
quantidade de agua suficiente para iniciar a formagdo de uma solugdo clarificada
que, em seguida se transforma em gel. O passo seguinte ¢ o aquecimento do gel até a

remog¢do completa do material orgdnico liquido da estrutura do gel.

c) US 4.225.635.

Depositante: Westinghouse Electric Corp.
Inventor: Bulent E. Yoldas.

Deposito: 02/03/1979.

Concessao: 30/09/1980.

Titulo: Method for applying reacted boron oxide layer to vitreous silica substrate.

Essa patente por sua vez se refere a um processo de prepara¢do e uso de um alcoxido
de boro/alcoxido de silicio através da tecnologia sol-gel para o revestimento de

substrato de silica vitrea (BANEY, 1983).

d) US 6.171.986 B1

Depositante: US Biomaterials Corp.
Inventores: Zhong, Jipin; Greenspan, C. David.
Deposito: 13/01/1998.

Concessao: 09/01/2001.

Titulo: Bioactive sol-gel compositions and method.

Esta patente descreve um processo para obtengdo de vidro bioativo empregado em
implante de ossos que ¢ preparado através de uma mistura reacional (sol) capaz de
formar um gel, envelhecimento da mistura reacional, secagem do gel obtido da mistura

reacional e aquecimento do gel até proximo ao equilibrio.

e) EP 1.132.359 Al
Depositante: Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek

Inventores: Van de Leest, René; Luyten, Jan.



Deposito: 07/03/2000

Titulo: Sol-Gel Modified Gel Casting of Ceramic Powders.

Essa patente compreende um método para manufatura de um produto ceramico
através das seguintes etapas: prepara¢do de uma dispersdo de po cerdmico em uma
solugdo acida aquosa; adic¢do de uma quantidade suficiente de um componente sol-gel
a dita dispersdo até a coagulagcdo da dispersdo; etapa de gelificagdo e finalmente,

secagem.

2.1.3 Rotas do processo sol-gel

De acordo com varios autores, entre eles HENCH (1990), LIMA et al. (1998) e MEZA
(1999) o ponto basico do processo sol-gel ¢ que ele se baseia em duas rotas de
fabricacdo. A primeira, conhecida como coloidal ou liquida se caracteriza pelo fato da
etapa de gelacdo ocorrer a partir de uma suspensdo coloidal, gerando uma estrutura de
particulas de dimensdes submicrométricas. A segunda rota ¢ designada polimérica ou
via alcoxido, sendo que a etapa de gelagdao ocorre a partir de reacdes de hidrdlise e
condensac¢do do precursor alcoxido em meio aquoso, produzindo um material com

particulas nanométricas.

Cada uma dessas rotas apresenta particularidades que influenciam diretamente no
produto final. LIMA et al. (1998) ressalta que na rota coloidal os fatores de processo
mais importantes sdo o pH, a temperatura, o tempo de envelhecimento e a natureza dos
anions presentes na solugdo, pois sao determinantes no grau de homogeneidade dos
géis preparados. Conforme o entendimento de LIVAGE (1993) e LIMA et al. (1998)
a rota coloidal apresenta vantagens e desvantagens. A vantagem fica por conta do
baixo custo dos reagentes, bem como, da facilidade de manuseio dos precursores
inorganicos. A desvantagem apontada por esses autores, deve-se em virtude da
complexidade do controle dos pardmetros operacionais, dificultando a obtengdo de
precursores mais homogéneos. A rota polimérica, por sua vez, ¢ a mais versatil, de
acordo com as explicagdes apresentadas por varios autores, entre eles, CORRIU e

LECLERQ (1996), LIMA et al. (1998) e ALFAYA ¢ KUBOTA (2002), por apresentar
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uma maior facilidade de controle na etapa de gelagdo. A escolha da rota a ser
empregada, portanto, vai depender de uma série de fatores, desde o grau de
homogeneidade dos precursores, intermediarios e temperatura para a obtengdo da

ceramica (LIMA et al., 1998).

Muito embora essas rotas apresentem detalhes especificos (pH, tipo e concentracao do
precursor, temperatura, entre outros), elas apresentam, de forma geral, as mesmas

etapas de processo, conforme mostrado na FIG. 2.1 e comentadas a seguir:

1200 - 1Mistura
2 Moldagem GEL POROSO
7 3 Gelagdo
1000 - 4 Envelhecimento \
5 Secagem
- 6 Estabilizac¢ao
800 - 7 Densificagdo
. \ GEL .
DENSO '
6004 soL GEL ENVELHECIDO SECO
T - — m
] . @
200 1 \
- -
JiT213 4 5 |e6|l7| s

TEMPO RELATIVO

FIGURA 2.1 - Seqiiéncia do processo sol-gel
FONTE — Traduzido de Sol-Gel Glass (www.optoweb.fis.uniroma2).

A etapa inicial do processo sol-gel ¢ a mistura dos constituintes formadores do sol, ou
seja, os precursores, meio aquoso, catalisadores e solventes. Adotando-se a rota
coloidal, o sol € obtido através de particulas coloidais em meio liquido, controlando-se
o pH de modo a levar a precipitagdo de sais inorganicos. Na rota polimérica, contudo,
o sol ¢ obtido pela reagdo do alcoxido em meio aquoso em presenga de um solvente,

geralmente alcool de cadeia curta, uma vez que o alcoxido e a dgua sdao imisciveis



(CORRIU et al., 1996; JONES et al., 1988; LIMA et al., 1998; HUSING et al., 1998;
DEAN-MO et al., 2001).

Considerando que a viscosidade do sol obtido ¢ muito baixa, ele pode ser vazado em
moldes, deixando-o reagir. Essa ¢ outra vantagem do sol-gel, pois permite a obtengao

da ceramica na forma definitiva a partir das primeiras etapas de fabricacgao.

A medida que as particulas coloidais vdo crescendo (rota coloidal) ou as cadeias
poliméricas vao interagindo (rota polimérica), o sol vai se transformando em uma
estrutura tridimensional solida envolta em uma fase liquida, cujos poros sdo
preenchidos geralmente com agua. Essa estrutura ¢ conhecida como gel. De acordo
com a rota empregada, o gel é denominado “gel coloidal” ou “gel polimérico”. No
decorrer da etapa de gelagdo, ocorrem diversas contragdes espontaneas (sinérese), que

levam a liberagdo dos liquidos presos nos poros do gel.

Durante a etapa de transformagdo do sol em gel, ocorrem as trés reagdes basicas de
hidrolise (1) e condensacdo (2 e 3) mostradas abaixo (DAVE et al., 1994; HUSING et
al., 1998; LENZA et al., 2001 (a); MAURITZ, 2001):

Si-OR + H,0 —> Si-OH + R-OH (1)
Si-OR + HO-Si —» Si-O-Si + R-OH )
Si-OH+HO-si —» Si-0-Si + H,0 3)

Segundo as explicagcdes de HENCH et al., 1990, IAMAMOTO et al., 2000, LENZA et
al. 2001 (a) e MAURITZ, 2001, tanto a estrutura quanto as propriedades finais do
produto desejado sdo diretamente afetadas pela velocidade das reagdes de hidrolise e
condensagdo. Essas reagdes, todavia, dependem de varios fatores, entre eles, o pH, o
tempo e a temperatura de reacdo, a concentracdo dos reagentes, a natureza e
concentragdo do catalisador, a relagdo molar entre agua/precursor, a temperatura € o

tempo de envelhecimento e a secagem. Contudo, os parametros mais importantes sao
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o pH, a natureza e a concentragdo do catalisador ¢ a razdo molar entre a

agua/precursor.

A etapa seguinte ¢ denominada envelhecimento. Nessa etapa, enquanto os poros do
gel contiverem solventes, ele sera impedido de secar e, consequentemente, suas

propriedades e estrutura se transformam continuamente.

O gel envelhecido segue para a etapa de secagem onde o solvente ¢ totalmente
removido dos poros. Essa remo¢dao pode ser efetuada por dois processos: a)
empregando uma simples evaporagdo a temperatura ambiente, levando a obtencdo de
um produto denominado xerogel que, por sua vez, apresenta poros relativamente
pequenos; b) adotando-se condi¢des de transformagdes hipercriticas, chega-se ao
aerogel que apresenta poros maiores. Tanto o xerogel quanto o aerogel sdo corpos
bastante porosos e conseqiientemente, apresentam uma elevada area superficial

(KIRKBIR et al., 1995; COSTA et al., 1999; ALIE et al., 2001; WAGH et al., 2002).

Finalmente, o gel seco ¢ levado a densificacdo, através de um tratamento térmico,
geralmente na faixa de 800°C a 1200°C, dependendo da composi¢do quimica do gel e
das condigdes prévias de cada etapa do processo para obter-se um produto ceramico
compacto (YOLDAS, 1976; BANEY, 1983; KIRKBIR et al., 1995; YOON et al.,
2001).

2.1.4 Exemplos de aplicacoes

Devido as vantagens introduzidas pela tecnologia sol-gel, tem sido possivel a obteng¢ao
de produtos cujas propriedades mecanicas, Opticas, térmicas e outras, permitem sua
utilizagdo em diferentes segmentos tecnologicos. Apenas a titulo de ilustracdo,

citaremos algumas aplicag¢des abaixo.

Durante a etapa de secagem, dependendo das condigdes empregadas, sdo obtidos o

aerogel ou o xerogel. Ambos apresentam uma grande porosidade e, consequentemente,



11

elevada area superficial, permitindo que sejam empregados como isolantes térmicos,
adsorventes, suportes cataliticos, filtros, etc. (CORRIU et al., 1996; HUSING et al.,
1998; ALIE et al., 2001).

De acordo com SANTOS e VASCONCELOS (1996, 1997), uma das areas que também
tem se aproveitado da tecnologia sol-gel ¢ a nuclear. Pode-se citar como um dos
subprodutos desses processos nucleares os rejeitos radioativos, que além de degradarem
0 meio ambiente, sdo extremamente prejudiciais a saude. Varias solugdes tém sido
apresentadas e uma delas sdo os vidros obtidos via sol-gel cujas propriedades permitem

a contengdo desse rejeito.

Um outro exemplo para a aplicagdo dos produtos obtidos via rota sol-gel sdo as
membranas cerdmicas, largamente empregadas em industrias quimicas, farmacéuticas e

tantas outras, de acordo com LIMA et al. 1998.

Moléculas bioldgicas como proteinas, biopolimeros e enzimas, incluindo antibioticos e
hemoglobinas, tém sido encapsuladas em matrizes inorganicas, entre elas vidros
bioativos obtidos via sol-gel. Esses materiais, conhecidos como biomateriais, tém
encontrado aplicagdes na area médica, como enxerto 0sseo, por apresentar boa
osteogénese (processo de formagao do 0sso), osteocondugao (processo de formacao da
matriz 6ssea em um substrato), na liberacdo de medicamentos, como no caso de
antibidticos e analgésicos para reduzir a incidéncia de infecg¢do, na liberagdo de
antiinflamatérios no sentido de controlar o processo inflamatério no caso de enxertos
osseos e muitos outros (ZHONG et al., 2001; DUCHEYNE et al., 2001; DEAN-MO et
al., 2001).

Um ultimo exemplo fica a cargo dos recobrimentos, obtidos pela deposi¢dao de filmes,
utilizando o processo sol-gel, permitindo a obten¢do de material ceramico com elevada
homogeneidade e forte aderéncia ao substrato (SCARLETTE, 2000; SOUCEK et al.,
2000; VASCONCELOS e VASCONCELOS, 2002 (b)).
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2.2 Sistema de patente

2.2.1 Breve historico

Os primeiros registros de patente de que se tem noticia foram concedidos em Veneza,
aos fabricantes de vidros e espelhos, sendo que a primeira patente de invengao foi
concedida em 1421, na cidade de Florenca, Itdlia. Em 19 de marco de 1474 surgiu em
Veneza a primeira lei de patentes, que ja estabelecia os principios bésicos como
novidade, aplicagdo industrial, licenca de exploracdo, sancao por infragdo de patente e
salvaguarda dos interesses do Estado. Cerca de duzentos anos depois, em 1623, foi
implantado, na Inglaterra, o Estatuto dos Monopolios, que aproveitando-se da
revolugdo industrial que surgia, teve seu crescimento estabelecido. E justamente nesse
Estatuto dos Monopo6lios que o moderno sistema de patentes encontra-se baseado

(JORDA, 1995; SOARES, 1998; INPI, 2000).

No Brasil, o sistema de patentes surgiu em 28 de abril de 1809, quando o Principe
Regente D. Jodo VI assinou o Alvarad que tinha por objetivos fomentar a agricultura,
animar o comércio, adiantar a navegag¢do. Nesse Alvara ja estava previsto o direito
de exclusividade do inventor, duragdo do privilégio por quatorze anos, e, no final
deste, o direito da fabricagdo sem exclusividade por toda a sociedade, bem como, a
obrigacdo da fabricagdo do produto. Entretanto, a primeira Lei de Patentes brasileira
foi instituida em 28 de agosto de 1830 e ja concedia a protecdo para uma descoberta,
uma inveng¢do ou até um aperfeicoamento e, da mesma forma, ao introdutor de uma
industria estrangeira pelo prazo de até vinte anos (ALVARA, 1809; SOARES, 1998;
INPI, 2000.).

Os primeiros passos para um acordo multilateral no sistema de patentes foram
iniciados em 1873 em uma conferéncia internacional realizada em Viena, resultando
finalmente no ano de 1883 na Unido Internacional para a Protecdo da Propriedade
Industrial, conhecida como Conveng¢do da Unido de Paris - CUP. Foram 14 paises

signatarios dessa convencao, estando o Brasil entre eles. Em 1974 a WIPO — World
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Intellectual Property Organization’ tornou-se a agéncia especializada das Nagdes
Unidas para administrar a propriedade intelectual. Atualmente, 179 paises fazem parte

da WIPO (SOARES, 1998; WIPO, 2003).

O sistema tradicional de patentes exige que o depdsito do pedido de patente seja feito
em cada um dos paises em que se deseja a prote¢do, considerando que a patente s6 tem
validade no pais em que ¢ solicitada. Para solucionar este problema, foi assinado em
junho de 1970 o Tratado de Cooperagdo em matéria de Patente, mais conhecido por
sua sigla PCT. Este tratado, que passou a vigorar em 24/01/78 comecgou de fato a
funcionar somente em 1° de junho do ano seguinte com um grupo de 18 Estados
contratantes. Em 15 de abril de 2003 faziam parte do PCT ao todo, 120 Estados (PCT,
2002; OMPI, 2003).

O principal objetivo do PCT ¢ facilitar e tornar o mais eficiente possivel o deposito do
pedido de patente nos varios Estados contratantes. Antes de seu advento, a Unica
forma de obter a prote¢do em varios paises consistia na apresentacdo separada do
pedido de patente em cada um desses paises. O PCT permite que o pedido de patente
seja depositado em um Unico pais (receptor), em um unico idioma, estendendo seu
efeito para cada um dos paises pretendidos, bastando tdo somente que estes sejam
designados pelo depositante. Cabe ressaltar, entretanto, que em cada pais designado, o
pedido de patente passa pela fase nacional de tramitagdo, podendo ganhar ou nao a

patente nesse pais (PCT, 2002).

"Em portugués é OMPI, Organizacio Mundial da Propriedade Industrial
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2.2.2 Conceitos basicos sobre patente

A patente no seu conceito geral ¢ um documento concedido pelo Governo que garante
ao seu titular, a propriedade e o uso exclusivo de sua inven¢do, por um periodo
determinado. Em contrapartida, o inventor ¢ obrigado a descrever claramente o
objetivo de sua inven¢do, permitindo a livre utilizacdo do objeto de sua protecao, apds
o término do prazo do monopolio, que varia de acordo com a legislagdo de cada pais.
No Brasil, os direitos e deveres do inventor sdo regulados pela Lei de Propriedade

Industrial — LPI, Lei n® 9.279 de 14/05/1996.

O territorio de protecdo da patente, de acordo com o estipulado pela CUP, tem sua
validade dentro dos limites territoriais do Pais que a concede, conhecido como principio

da territorialidade (CUP, 1883; INPI, 1995).

A patente pode ser apresentada em duas naturezas: o privilégio de inveng¢do (PI) ou
modelo de utilidade (MU). Entende-se como Privilégio de Invencdao (PI) uma
concepgao que resulta do exercicio da capacidade de criagdo humana que signifique
uma solugdo para um problema técnico dentro de um determinado campo tecnologico.
Sua validade se estende a vinte anos a contar da data do seu deposito. O Modelo de
Utilidade (MU), por sua vez, se refere a uma disposi¢do de objeto de uso pratico ou
parte dele, que atinja uma melhoria funcional no seu uso ou fabricagdo. Sua validade ¢
de quinze anos, também a contar da sua data de deposito. E importante frisar, que apos
o prazo de validade de uma patente (PI ou MU), seu conteudo cai imediatamente no

universo do dominio publico, ndo podendo ter seu prazo prorrogado ou estendido.

A LPI em vigor permite ao depositante de uma patente de inven¢do (PI) requerer uma
outra forma de protecdo, o certificado de adicdo (CA), objetivando a protecdo de um
aperfeicoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invengdo, mesmo que
destituido de atividade inventiva e, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito
inventivo. O CA, por ser um acessorio da patente original, tem o mesmo prazo de

vigéncia e acompanha a patente para todos os efeitos legais.
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O artigo 8° da LPI determina que para que uma patente seja concedida, ¢ imprescindivel
que sejam observados os seguintes pré-requisitos: novidade (quando ndo esta
compreendida pelo estado da técnica — artigo 11°), atividade inventiva (quando para
um técnico no assunto ndo decorra de maneira evidente ou obvia do estado da técnica —
artigo 13°) e utilizagao industrial (quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer

tipo de industria — artigo 15°).

Um outro aspecto imprescindivel a concessao de uma patente é aquele conhecido como
“suficiéncia descritiva”, amparado pelo artigo 24° da LPI, ou seja, o objeto do pedido
deve estar detalhadamente descrito, em termos que permitam sua reproducdo por um

técnico no assunto.

2.2.3 Tramitacao do pedido de patente

As varias etapas da tramitagdo do pedido de patente até sua concessao sdo mostradas na

FIG. 2.2 e comentadas a seguir.

De acordo com o disposto na LPI, imediatamente apds o depdsito do pedido de patente
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, segue-se um periodo de sigilo de
18 meses, apOs o qual, o objeto ¢ tornado publico com sua publicacdo na Revista de
Propriedade Industrial — RPI*. Este periodo de sigilo, entretanto, pode ser antecipado
pelo proprio depositante, através de uma solicitacdo de publicacdo antecipada. Observa-
se que esse ¢ um direito que deve ser exercido com sabedoria sob pena de tornar publica
uma tecnologia ainda sob sigilo e ainda passivel de gerar novos aperfeicoamentos sem o
conhecimento dos concorrentes. Essa publicacdo antecipada, ao contrario do que se

pensa, ndo agiliza a tramitag¢do do pedido.

2 RPI - Revista de Propriedade Industrial, 6rgio de divulgacio oficial do INPI nas areas de marcas,
patentes, averbacdo de contrato de transferéncia de tecnologia e registro de software, com
publicaciio semanal.
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Esse periodo de sigilo ndo ¢ simplesmente um tempo em que o pedido depositado fica
“dormindo” ele permite que, durante esses dezoito meses, o depositante aperfeicoe
certos detalhes que, poderdo gerar novas patentes fechando assim o circulo inventivo
antes que a sociedade tome conhecimento do objeto da patente e, também possa
aperfeicod-lo. Além disso, o depositante pode aproveitar o beneficio concedido pelo
PCT aos paises signatarios para depositar seus pedidos de patente em qualquer um dos

Estados contratantes no periodo de um ano a contar do deposito mais antigo.

Publicado o pedido de patente na RPI, e até o final do exame técnico a sociedade pode
manifestar-se a respeito da matéria reivindicada, através da apresentacdo de qualquer

documentacao e informagdes que possam subsidiar o exame técnico.

Para que o pedido de patente seja transformado em patente, a LPI determina que seja
feito um exame técnico, onde serd verificado se o objeto requerido apresenta as
condi¢des de novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial. Esta solicitagdo de
exame técnico deve ser efetuada no prazo de 36 meses pelo proprio depositante ou
qualquer outro interessado. Durante este exame sera feita uma busca em todo o estado
da técnica, no nivel nacional e internacional, ou seja, em tudo aquilo tornado acessivel
ao publico antes da data de deposito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral,

por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

Concluido este exame técnico, o INPI emitird um relatério de busca e um parecer
relativo a patenteabilidade do pedido (deferindo ou indeferindo) ou, se for encontrada
alguma incorrecdo, sera formulada uma exigéncia técnica ou até um parecer de ciéncia
ao interessado. A decisdo expressa nesse parecer técnico (deferimento, indeferimento
ou exigéncia/ciéncia) sera publicada na RPI. A partir da publicagdo do parecer de
exigéncia ou de ciéncia, abre-se um prazo de 90 dias para o depositante se manifestar a

respeito das razdes do parecer técnico (INPI, 2002)°.

3 P sz i _—

Parecer de exigéncia ocorre quando niio é encontrada nenhuma anterioridade técnica mas, o
pedido encontra-se inadequadamente formulado. Parecer de ciéncia, ¢ um parecer desfavoravel
pois foi encontrada uma anterioridade técnica. Indeferimento, ocorre quando o depositante nio se

manifesta a respeito do parecer de ciéncia.
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Apos a publicagao do deferimento do pedido de patente, e respectivo pagamento da taxa
de sua expedigdo, sera concedida a Carta Patente. Esta permite ao inventor / autor ou
pessoas cujos direitos derivem do mesmo, excluir terceiros (sem sua prévia
autorizacdo), de fabricar, comercializar, importar, usar, vender, etc, durante seu prazo de
validade. Com o término dessa validade, o contetido da patente passa a fazer parte do

que ¢ conhecido como dominio publico, possibilitando a sociedade usa-lo livremente.
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FIGURA 2.2 Tramita¢ao do pedido de patente

FONTE: INPI (www.inpi.gov.br)
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2.2.4 Caracteristicas da patente

Uma das vantagens do documento de patente reside no fato da relativa facilidade de sua
leitura e compreensdo. Tendo em vista a existéncia de leis nacionais e recomendacdes
da Organizacdao Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI, a patente apresenta uma
estrutura bésica uniforme. Essa formatacdo uniforme permite que patentes de diversas
origens (japonesas, alemds, americanas, brasileiras, etc) possam ser facilmente

comparadas e entendidas (MACEDO e BARBOSA, 2000).

Basicamente, o documento de patente apresenta as seguintes caracteristicas (INPI, 1995;

LPI, 1996).

. Folha de rosto — Onde sao encontrados os dados bibliograficos essenciais, tais
como: classificacdo internacional; dados do inventor e do depositante; titulo da
patente/pedido; nimero da patente/pedido; data do seu depdsito e de sua publicagcdo; um
breve resumo da invencao e, finalmente, o procurador. Além disso, pode-se confirmar
também, a data da prioridade (data do depodsito no pais de origem, pais de prioridade,
numero do deposito) de pedidos estrangeiros que foram depositados, por exemplo, no
Brasil, conforme exemplificado no Anexo II, onde constam as copias das folhas de rosto
de algumas patentes. Todas essas informagdes estdo representadas através dos Codigos
para Identificacdo de Dados Bibliograficos — INID (Internationally Agreed Numbers
for Identification of Bibliographic Data on Patent Document), internacionalmente
empregados e que estdo apresentado no Anexo III (INPI, 1995; MACEDO e
BARBOSA, 2000).

o Relatorio descritivo — Apresenta uma descricdo detalhada da matéria
reivindicada, citando os problemas existentes, a solu¢do proposta e demonstra sua

aplicacdo industrial através da descricdo da melhor forma de realizar a invengao.

o Reivindicag¢oes — O artigo 25 da LPI determina que as “reivindicagdes devem
ser fundamentadas no relatorio descritivo, caracterizando as particularidades do pedido

e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da prote¢ao”. Para alcancar este
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objetivo, em nivel internacional, foi instituida uma maneira de reivindicar. Essa
maneira envolve tantos “os aspectos substantivos (delimitagdo da matéria a ser
protegida, conexdo entre o relatdrio descritivo e reivindicagdes, clareza e precisdo)
quanto aspectos formais (categorias das reivindicagdes, quantidade e numeracdo das
reivindicagdes, estrutura e conteido formal das reivindicagdes e tipos de

reivindicagdes)”.

o Desenhos — Conforme o caso, podem ser apresentados desenhos ou fluxograma

do processo pleiteado.

o Resumo da patente — E uma descri¢do sucinta da matéria, permitindo uma

visualizacao rapida do problema apresentado no estado da técnica e da solugao proposta.

Cabe observar, que em todos os paises signatarios do PCT, as patentes apresentam as
mesmas caracteristicas mencionadas acima, ou seja, a mesma forma de descricdo da

inven¢ao, quadro reivindicatorio, desenhos/fluxograma e resumo.

2.2.5 Informacoées contidas no documento de patente

2.2.5.1 Fonte de informacao tecnologica

De acordo com a opinido de CHAMAS et al. (1998), no desenvolvimento de um
trabalho técnico, na execu¢do de um projeto ou mesmo na redacdo de uma tese ou
dissertacdo, convencionalmente as fontes de consulta se restringem a livros, periddicos,
artigos e, muito raramente, a documentacdo de patentes. Essa opinido ¢ facilmente
confirmada, por exemplo, analisando-se o Journal of Non-Crystalline Solids, volume
273 de 1° de agosto de 2000. Nesse periodico, dos 48 trabalhos publicados, apenas trés
citaram a patente como fonte de pesquisa ou, dito de outra forma, das 932 referéncias

empregadas na confeccao desses trabalhos, apenas trés foram patentes.
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De acordo com a OMPI, o uso de patentes como fonte de informacao nao tem similar.
E suficiente considerar que aproximadamente 70% de toda tecnologia descrita na
documentacao de patente jamais sera divulgada por outro meio. A titulo de ilustragdo, o
Banco de Patentes do INPI possui em seu acervo cerca de 20 milhdes de documentos.
Pois bem, de todo esse acervo, aproximadamente 14 milhdes de documentos, nao serdo
disponibilizados em outra forma que ndo a patente. Um agravante € que nessa
quantidade de documentos nao disponibilizados, encontram-se documentos nacionais e
internacionais marcadamente, de todos os paises desenvolvidos detentores das mais

avangadas tecnologias que cobrem todas as areas do conhecimento humano.

Anualmente, surgem 800 mil novas patentes em todo o mundo. O Banco de Patentes do
INPI recebe cerca de 500 mil copias de documentos por ano, contendo as descri¢des das
mais avancadas tecnologias que surgem. E um dos maiores da América Latina,
contendo cerca de 20 milhdes de documentos de patentes nacionais e estrangeiras nas

diferentes areas do conhecimento humano (INSTITUCIONAL, 2001).

Observa-se que quando a informacgao contida em patente ¢ publicada por outros meios,
tais como: livros, periddicos cientificos, monografias, etc., tal publicagdo vem a ocorrer
varios anos ap6s a publicagdo da patente. Como exemplo, citamos o caso da inveng¢ao
dos catalisadores de polimerizacdo de Ziegler-Natta, cuja patente foi publicada em 1953
e, somente sete anos mais tarde, em 1960, foi notificada através de outra forma de

literatura (MACEDO e BARBOSA, 2000).

Muito além do aspecto da rapidez com que a informacao tecnoldgica ¢ publicada através
da documentacdo de patente (em média, 18 meses do depdsito do pedido), ¢
extremamente significativo constatar que a descrigdo técnica contida neste documento ¢
uma das mais completas, sob o ponto de vista da informagdo tecnoldgica. Isto acontece,
pois o documento de patente deve indicar o estado da técnica anterior a matéria que esta
sendo protegida; deve detalhar o mais claro possivel a inven¢do ou aperfeicoamento
introduzido; deve citar sempre as vantagens da inven¢ao, sua utilizacdo e a melhor
forma de aplicagdo no setor produtivo, de modo que um técnico no assunto tenha

condi¢des de reproduzi-lo (A.N. 127, 1997).
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O documento de patente descreve a informagdo mais recente a respeito de um estagio
tecnoldgico especifico. Ainda mais, a matéria definida em seu quadro reivindicatério
permite uma clara e rapida distingdo entre o estado da técnica e o que ¢ considerado
novo. Esta linha de separacdo entre o ja conhecido e o aperfeicoamento introduzido é

feita através da classica expressao “caracterizado por” (A.N. 127, 1997).

2.2.5.2 Outras vantagens do uso da informacao obtida na patente

Empregando-se a informagdo tecnoldgica contida no documento de patente, pode-se
obter, entre outros (INPI, 1995; CARMO et al., 1999; GIANNINI et al., 2000; PRADO
et al., 2000):

e Identificacdo do estado da técnica, evitando-se uma mera repeticdo de esforcos e
pesquisas ja realizadas anteriormente e, muitas vezes, ja pertencentes ao dominio
publico, ndo trazendo nenhum retorno quer financeiro quer tecnologico ao
pesquisador ou a sua instituicdo / empresa;

e Identificagdo de tendéncias tecnoldgicas, novos desenvolvimentos e a possivel
identificacdo de atividades industriais futuras antes que seus efeitos venham a se
refletir no mercado em relagdo a determinada tecnologia;

e Identificacdo de empresas atuantes em determinado setor tecnologico, que poderdao
se constituir em futuros parceiros, licenciados, consultores, concorrentes,
fornecedores de matéria-prima e equipamentos, etc;

e Monitoramento de atividades de empresas competidoras, centros de pesquisa,
detectando novas rotas de processamento, visando ao aperfeicoamento de produtos
OU processos;

e Resolugdo de problema técnico, especialmente de um produto ou etapas no processo
de fabricagdo, matéria-prima utilizada, condi¢des processuais, etc;

e Geragdo de conhecimento através das informagdes contidas na patente, o que seria
de dificil acesso através de outros meios, tais como publicagdes, congressos, etc.

e Auxilio na formulagao de quesitos em consultas técnicas.
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3 PUBLICACOES CIENTIFICAS E PATENTES DEPOSITADAS

3.1 Publicacio de Artigos em Revistas Especializadas

Uma das mais importantes fun¢des da universidade é, sem sombra de duvidas, a geragao
de conhecimento. Essa fun¢do especifica ¢ comprovada pelo numero de artigos de
pesquisadores nacionais publicados no National Science Indicators que, no ano de 2002
atingiu 11.285 citagdes. Além dessas publicacdes, as citagdes desses artigos também
cresceram de uma forma marcante, haja vista que no periodo de 1981/1985 aconteceram
14.000 citagdes, enquanto que, no periodo de 1996/2000 foram ao todo 85.000 (LIVRO
VERDE, 2002).

A produgio cientifica ¢ medida pelo niimero total de trabalhos publicados em revistas
especializadas por ano. Os dados mostrados na TAB. 3.1 representam a quantidade de
artigos nacionais publicados em periodicos cientificos internacionais indexados,
relacionando as publicacdes nacionais com as da América Latina e as mundiais.
Segundo o Ministério de Ciéncia e Tecnologia - MCT, em 2002 os artigos brasileiros

foram os responsaveis por 1,55% das publicagdes mundiais (MCT, 2003).

TABELA 3.1

Numero de artigos publicados em periddicos internacionais.

Ano Brasil América Mundo % Brasil/ % Brasil /
Latina América Mundo
Latina
1981 1.887 5.669 429.263 33,29 0,44
1991 3.925 10.223 567.082 38,39 0,69
2002 11.285 25.743 730.229 43,34 1,55

FONTE - Elaboragao propria de acordo com Institut for Scientific Information

(IST). National Science Indicators (NSI); MCT, 07/07/2003.
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As informagdes mostradas na TAB. 3.1 indicam que a produgdo cientifica brasileira e
sua qualidade nada ficam a dever as dos outros paises, uma vez que tem conseguido
vencer todas as barreiras impostas pelas editoras de revistas especializadas,
principalmente as internacionais. Ressalta-se que cerca de 5% dos artigos nacionais
divulgados no Journal of Non-Crystalline Solids e 2% daqueles publicados no Physics
and Chemistry of Glasses, as mais conceituadas revistas cientificas dessa area, foram de
responsabilidade de pesquisadores nacionais. Um fato que também deve ser observado,
¢ que o Brasil ocupa o 7° lugar entre os vinte paises com maior crescimento no numero
de artigos publicados em periddicos cientificos internacionais indexados, tomando-se
como referéncia os anos 1997 e 2002, conforme atestam os dados da TAB. 3.2

(VASCONCELOS, 2002; MCT,2003).



Paises com maior crescimento no numero de artigos publicados.

TABELA 3.2

Posicao Pais 1997 2002
1 China 17.888 33.561
2 Coréiado Sul 7.845 15.643
3 Japao 61.832 69.183
4 Alemanha 58.452 63.428
5 Espanha 18.120 22.901
6 Italia 26.813 31.562
7 Brasil 6.749 11.285
8 Turquia 3.437  7.737
9 india 14.157 17.325
10 Taiwan 7.767 10.831
11 Inglaterra 53.139 56.034
12 EUA 242.686 245.578
13 Polbnia 7.351 10.046
14 Singapura 2.232  4.301
15 Australia 19.036 21.078
16 Franca 43.018 44.999
17 Grécia 3.784  5.335
18 México 6.586  5.137
19 Portugal 2.040 3.567
20 Bélgica 8.664 10.103

25

FONTE - Institut for Scientific Information (ISI). National Science
Indicators, MCT, 07/07/2003.
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3.2 Patentes Depositadas nos Estados Unidos

Muito embora a producado cientifica brasileira esteja em niveis compativeis com paises
que apresentam economia similar & nossa, o desenvolvimento nacional tecnologico —
avaliado pelo numero de patentes depositadas nos Estados Unidos — colocou o Brasil no
43° lugar entre os 72 paises considerados pela Organiza¢ao das Nacdes Unidas — ONU,
em 2001. De acordo com o relatério da ONU, quando o assunto ¢ o numero de patentes
concedidas nos Estados Unidos, o volume de patentes concedidas aos residentes
americanos correspondeu a 289 patentes por milhdo de habitantes. No caso da Coréia,
um pais menor do que o Estado do Rio de Janeiro, as patentes concedidas em solo
americano, eqiiivaleram a 779 patentes por milhdo de habitantes. No caso brasileiro, as
patentes concedidas corresponderam a 2 patentes por milhdo de habitantes. Ressalta-se
que os dois paises — Brasil e Coréia — apresentam condigdes equivalentes tanto no que

se refere a qualidade de suas publicagdes quanto ao nimero de cientistas.

(PANORAMA, 2001; USPTO, 2002) .

A titulo de ilustragcdo, a TAB. 3.3 apresenta os dados que comprovam a quantidade de
pedidos de patente depositadas e concedidas pela Coréia do Sul e pelo Brasil, no
periodo de 1980 a 2000, através do escritdrio de patentes americano, de acordo com os

dados atualizados do MCT em 29/05/2003.



TABELA 3.3
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Patentes solicitadas e concedidas ao Brasil ¢ a Coréia do Sul nos Estados Unidos,

1980 — 2000
Ano Brasil Coréia do
Sul
Pedidos Concessdes| Pedidos Concessdes
1980 53 24 33 8
1981 66 23 64 17
1982 70 27 68 14
1983 57 19 78 26
1984 62 20 74 30
1985 78 30 129 41
1986 68 27 162 46
1987 62 34 235 84
1988 71 29 295 97
1989 111 36 607 159
1990 88 41 775 225
1991 124 62 1.321 405
1992 112 40 1.471 538
1993 105 57 1.624 779
1994 156 60 1.354 943
1995 115 63 1.820 1.161
1996 145 63 4.248 1.493
1997 134 62 1.920 1.891
1998 165 74 5.452 3.259
1999 186 91 5.033 3.562
2000 - 98 - 3.314
Total 2.028 980 26.763 18.092

FONTE - Institute for Scientific Information (ISI). National Science
Indicators (NSI), MCT. Atualizada em 29/05/2003
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De acordo com o entendimento de FREITAS (2000) o crescimento tecnologico da
Coréia do Sul se baseou principalmente no objetivo do Governo em buscar capacitagao
tecnologica que culminasse no desenvolvimento de tecnologias avancadas e que
finalmente, possibilitasse a participacdo de produtos coreanos em mercados
internacionais. Esse fato se comprova pelo grande nimero de patentes depositadas e
concedidas pela Coréia nos Estados Unidos. Em contrapartida, o Governo brasileiro,
devido ao protecionismo e inimeros subsidios governamentais, sempre privilegiou a
compra de tecnologia externa em detrimento de uma capacitagdo interna que gerasse
produtos com qualidade e, consequentemente, o crescimento econdmico do Brasil.
Decorre, portanto, dessa forma de encarar tanto a tecnologia quanto o mercado
internacional, o baixo numero de patentes depositadas e concedidas a brasileiros nos
Estados Unidos. Quer dizer, o baixo numero de patentes brasileiras depositadas nos
Estados Unidos ¢ basicamente uma decisao politica e uma falta de percepcao brasileira

da importancia da prote¢do industrial.

O vice-diretor geral da OMPI, Roberto Castelo, afirmou: “produzimos tecnologia de

ponta e vivemos um atraso em numero de patentes” (FORBES BRASIL, 2001).
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4 - METODOLOGIA

Um dos objetivos principais desse trabalho ¢ fazer um levantamento da protecdo da
tecnologia sol-gel, utilizando como parametro as patentes depositadas tanto no Brasil
quanto nos Estados Unidos e, também, fazer um levantamento das publicagdes do LMC
/ UFMG que sao passiveis de gerar pedidos de patente. Por isso, a metodologia
empregada para esse trabalho serd subdividida em duas partes, quais sejam: a
metodologia empregada para o levantamento do material disponivel na area de patentes

e a metodologia utilizada para fazer o levantamento das publicacdes do LMC.

4.1 Metodologia para o Levantamento do Material Disponivel na Area
de Patentes

Partimos de duas premissas: a primeira, de que o inventor nacional ndo tem se
preocupado em proteger suas invengdes através de patente e, a segunda, de que o
inventor estrangeiro, além de ja ter incorporado essa cultura da protecdo industrial no
seu pais de origem, preocupa-se também em garantir seu monopdlio em mercados
internacionais. O proprio MCT deixa claro que a produgdo técnica brasileira no periodo
de 1997 a 1999, envolvendo tanto pesquisadores quanto estudantes, chegou a um total
de 2.050 produtos tecnoldgicos (sem distingdo de areas tecnologicas), sendo que desses,
1732 nao tiveram qualquer registro e apenas 318 culminaram em depoésito de patente

(MCT, 2002).

Para comprovar a veracidade dessas premissas, principalmente na area do sol-gel, é
imprescindivel que seja realizada uma busca em documentos de patente disponibilizados
pelos Bancos de Patente do Brasil e dos Estados Unidos, conforme um dos objetivos

dessa dissertagao.
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4.1.1 No Brasil

O Banco de Patentes nacional, através do seu sife (Www.inpi.gov.br), permite uma

variedade de formas de buscar patentes, tais como, pelo nome do inventor, do

depositante, a partir de palavras-chaves. Além disso, libera o andamento dos processos.

Assim, a metodologia utilizada entre os pedidos de patente relativos a rota sol-gel,
considera apenas aqueles pedidos publicados que apresentavam a expressao “sol-gel” no

titulo e / ou resumo.

Entende-se como “pedido publicado” o pedido de patente nacional ap6s sua publicagdo
na RPI (ap6s o término do periodo de sigilo ou, devido a solicitacio da publicagdao
antecipada) e, o pedido estrangeiro depois de publicada sua entrada na fase nacional,
fato que confirma seu depoésito no Brasil, conforme o beneficio do PCT, de acordo com

os esclarecimentos de ASSUMPCAO, 2001.

4.1.2 Nos Estados Unidos

Os Bancos de Patentes estrangeiros mais consultados, sdo o americano, United States
Patent and Trade Office, conhecido como USPTO e o europeu, European Patent Olffice,
conhecido como EPO. Esses dois bancos de patente apresentam caracteristicas distintas
entre si. O americano contabiliza apenas as patentes depositadas ou concedidas nos
Estados Unidos (desconsiderando o pais de origem) enquanto que, o europeu lista a
patente original e também suas correspondentes nos diversos paises escolhidos para a
prote¢do da mesma invencdo, levando assim a uma repeticdo de dados (GIANINI,

2000).

Como fonte de pesquisa estrangeira, portanto, foi escolhido o Banco de Patentes

americano (www.uspto.gov) em detrimento do europeu, haja vista que o banco



http://www.inpi.gov.br/
http://www.uspto.gov/
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americano nao apresenta informacgdes repetidas, além do fato do mercado americano ser
uma referéncia para qualquer produto que deseje alcangar mercados internacionais e,

também pela forg¢a e competitividade do seu sistema patentario.

A importancia do Banco de Patentes americano, a titulo de ilustracdo, pode ser
exemplificada da seguinte forma: empregando-se a palavra chave “sol-gel” e acessando
o Banco de Patentes europeu (EPO) foram encontradas cerca de quinhentas patentes
(incluindo as varias repeticdes) e, acessando o Banco de Patentes americano (USPTO)
foram encontradas mais que seis mil e seiscentas patentes que, de alguma se forma, se

referem a tecnologia sol-gel.

De forma semelhante ao Banco de Patentes do Brasil, o Banco de Patentes americano
permite varias formas de pesquisar os depositos e as patentes concedidas nos Estados
Unidos. A forma escolhida para esse trabalho, no Banco de Patentes americano sera a
de localizar apenas as patentes concedidas e que apresentam a expressao “sol-gel” no

titulo e/ou no resumo.

4.2 Metodologia para o Levantamento das Publicacées do

LMC/UFMG Passiveis de Gerar Depositos de Patente

Para o levantamento das publicagdes do LMC / UFMG, passiveis de gerar depositos de
patente, foram consideradas todas as publica¢des envolvendo trabalhos, dissertacdes e
teses, sendo que grande parte desse material estd incluido no Processo Integrado de
Pesquisa do CNPq n°® 523.142/95-1, que abrange o periodo de 1997 a julho/2001. Os
outros foram selecionados do curriculum Lattes do Prof. Wander Luiz Vasconcelos,
chefe do Laboratorio de Materiais Ceramicos da UFMG, disponibilizado no site do

CNPq.

O Laboratério de Materiais Ceramicos da UFMG apresenta publicagdes em varias areas
como estruturologia, refratarios, concretos, ceramicas vermelhas, etc. De todo esse

material sera feita uma pré-selecdo, separando-se as publicagdes que mencionavam a
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expressao “sol-gel” em qualquer posi¢do no artigo, quer dizer: nos titulos, palavras-

chave, publicagdo propriamente dita ou resumos.

Em um primeiro contato com esse material, verificou-se a existéncia de uma diversidade
de areas tecnoldgicas envolvidas. No sentido de facilitar a leitura e sua compreensao,
optou-se por, dentro de cada grupo de publicacdo, separar-se os artigos por segmento

tecnoldgico.

Apos a leitura das publicagdes dentro de cada setor tecnologico, foi verificado que um
mesmo artigo, muitas vezes, era escrito por no minimo, dois autores, fato esse que
poderia gerar duplicidade de informagdo. Para sanar esse inconveniente, optou-se por
quantificar essas publicagdes, considerando-se o primeiro autor. Exemplificando: o
artigo Processing of sol-gel alumina coatings of stainless steel substrates apresenta os
seguintes autores: Daniela C.L Vasconcelos, Rodrigo L. Oréfice e Wander L.

Vasconcelos, logo, esse artigo foi contabilizado em nome de Daniela C.L. Vasconcelos.

Um dos objetivos desse trabalho ¢ o levantamento do material publicado pelo LMC que
possa servir de base para depositos de patente. Sendo assim, todo o material apontado
na TAB. 5.8 serd lido com a finalidade de separar o material que descreve
exclusivamente teoria cientifica daquele que contém matéria com possibilidade de
utilizacao industrial. Ou seja, as oitenta e oito publicagdes mencionadas na TAB. 5.8
receberdo uma das classificagdes: “matéria tedrica” ou “matéria passivel de gerar

patente”.

Considera-se “matéria teoérica”, a publicagdo que define exclusivamente teorias
cientificas. O artigo 10 itens I e II da LPI, em vigor, determina que as “teorias
cientificas e concepg¢des puramente tedricas” ndo sdo privilegiaveis. Portanto, nesse
grupo serdo incluidos os trabalhos que descrevem, por exemplo, assuntos como a
influéncia de pardmetros no comportamento quimico de determinado material, a
evolucdo estrutural de amostras, estudo da conectividade, etc. E imperioso ressaltar,

entretanto, que toda essa matéria tedrica publicada constitui a base fundamental para a
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justificativa das vdarias etapas processuais € suas variaveis na geragao de produtos

industrializaveis.

A LPI em vigor, determina que para que uma patente possua condigdes de
privilegiabilidade ¢ imprescindivel que atenda aos pré-requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplica¢do industrial. Portanto, entende-se como “matéria passivel de gerar
patente”, aquela publicacdo que descreve alguma pesquisa que pode ser utilizada
industrialmente. Os trabalhos que receberdo essa classificacdo, sdo aqueles que tem
condig¢des de gerar um pedido de patente isso significa a possibilidade de definicao dos
parametros essenciais de um processo de obtencdo (etapas processuais, varidveis, etc.), a
caracterizagdo fisico-quimica do produto obtido e seu campo de utilizagdo, ou seja, a
matéria necessaria para a redagdo do pedido de patente e do escopo das reivindicacdes.
E importante frisar que nessa dissertacdo sera considerado apenas o requisito da
aplicacdo industrial, uma vez que, ndo ¢ possivel nessa fase, verificar-se a novidade nem
mesmo a atividade inventiva ja que essas publicacdes na forma apresentada ndo definem
de forma clara as etapas e varidveis processuais que possibilitam a reprodugdo do

processo ou do novo material obtido.

As publicagdes incluidas nesse segundo grupo (passiveis de gerar pedidos de patente)
serdo separadas por setores tecnoldgicos e quantificadas por autor (sempre o primeiro da
lista) gerando os dados dos QUADROS 5.1 at¢ 5.7, comentadas no item 5. As
publicagdes pertencentes ao primeiro grupo (matéria tedrica), ndo serdo consideradas no
levantamento a ser efetuado e, encontram-se relacionadas nas Referéncias

Bibliograficas, no item 8, desse trabalho e quantificadas na TAB 5.9.
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5 - DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

5.1 Pedidos de Patente Depositados no Brasil

O levantamento efetuado no Banco de Patentes do INPI mostrou a existéncia de
cinqiienta e oito pedidos de patentes publicados no periodo de 1986 a 2002, relativos a
tecnologia sol-gel e que se encontram relacionados no Anexo I. Os dados desse

levantamento estdo mostrados na TAB. 5.1.

Convém salientar que nessa TAB. 5.1 a coluna “Campo Tecnolégico Envolvido” define
as varias areas em que foram depositados esses pedidos de patente no Brasil. E
importante esclarecer também, que nessa TAB. 5.1 os setores tecnoldgicos envolvidos
serdo sempre definidos, utilizando-se os simbolos adotados na Classificagdo
Internacional de Patentes, cujos significados estdo apresentados no Anexo IV. A
Classificacdo Internacional de Patentes ¢ composta por se¢des, designadas pelas letras
de A até H, grupos e subgrupos. Cada item dessa classificagdo corresponde a um
segmento tecnoldgico. Nessa classificagdo, as letras maiusculas significam os oito
setores tecnologicos, a saber: A — Necessidades Humanas; B — Operagdes de
Processamento, Transporte; C — Quimica e Metalurgia, D — Téxteis e Papel, E —
Construgdes Fixas, F — Engenharia Mecanica; Iluminag¢do; Aquecimento; Armas;

Explosao, G — Fisica e H — Eletricidade (INPI, s.d.; MACEDO e BARBOSA, 2000).
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TABELA 5.1
Pedidos de patente depositados no Brasil relativo a rota sol-gel de 1986 a 2002

Ano Pedidos Publicados Pedidos Publicados Campo
de Nacionais de Estrangeiros Tecnologico
Envolvido
1986 a 1991 0 4 C01G, C04B, CO08G
1992 a 1997 1 11 B01J, B22C, B24D,

C03C, C08G, CO8L,
CO9K, DO1F, HOSK

1998 a 2002 4 38 A61K, B01J, B02C,
B32B, B65D, C01B,
C03B, C03C, C04B,
C07C, CO8F, C09D,
CO9K, C23C.

Total 5 53

FONTE - SINPI/INPI* (elaboragdo propria).

Os dados disponibilizados na TAB. 5.1 nos permitem tecer algumas consideragdes
interessantes. Em primeiro lugar, se confirma o habito comum do pesquisador nacional,
de ndo proteger, no dmbito da propriedade industrial, sua pesquisa. Em contrapartida, o
cientista estrangeiro, além de proteger sua inveng@o no pais de origem, toma o cuidado
de garantir mercados internacionais. Conforme pode ser observado no Anexo I, com
relagdo aos depositos de nacionais, € interessante notar que o primeiro pedido de patente
publicado referente a rota sol-gel ocorreu em 1993 e foi de autoria da Universidade
Estadual Paulista. Oito anos depois, ou seja, em 2001, a mesma Universidade publicou

outro pedido de patente e, a empresa Clamper Industria e Comércio Ltda, um pedido.

Em 2002, ocorreram mais duas publicacdes sendo, uma da Universidade Federal de

Minas Gerais, de pesquisadores do Laboratorio de Materiais Ceramicos e outra, da

* SINPI — é um sistema de busca de patente exclusivo para os funcionarios do orgao.
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mesma empresa Clamper Industria e Comércio Ltda. Quanto ao surgimento da
tecnologia sol-gel no Brasil, percebe-se que ela ocorreu a partir de 1986/1991, muito
embora, seu crescimento tenha aumentado a partir de 1992, quando o nimero de
depositos estrangeiros apresentou um aumento consideravel. E interessante ressaltar
também que a preocupagdo em garantir o monopdlio no Brasil pelas empresas

estrangeiras teve seu inicio em 1986.

Os cingqiienta ¢ oito pedidos de patente publicados de 1986 até 2002 abrangem varias
areas tecnoldgicas, como ceramica, vidro, ciéncias médicas, processos quimicos em
geral. Esses depositos foram provenientes de varios paises tais como: Estados Unidos
(26), Alemanha (10), Franca (5), Italia (2), EPO (3), Inglaterra (1), Japao (1) e Coréia
(1). Os demais foram depositados sem reivindicar o direito de prioridade unionista,
garantido pelo artigo 16 da LPI em vigor, ou, tiveram essa prioridade cancelada por falta

de sua comprovagdo em tempo habil, de acordo com o paragrafo 2° do mesmo artigo.

Um outro aspecto a ressaltar ¢ que essas publicagdes estrangeiras, de acordo com sua
origem, abrangiam segmentos tecnologicos importantes como: ceramica, composicoes
vitreas, medicina, no caso dos depdsitos americanos; j& os franceses concentravam-se na
area médica e os alemdes na de quimica coloidal. Os cinco depodsitos nacionais,
entretanto, optaram pelas areas de composicdo vitrea, quimica coloidal, revestimento

ceramico e o setor elétrico.

Entretanto, ¢ oportuno considerar que os resultados apontados na TAB. 5.1 ndo
expressam a realidade nacional nos processos sol-gel, tdo somente a falta de cultura
brasileira na prote¢do de suas invengdes. A titulo de ilustragdo, de acordo com
declaracdes de Cristina Assimakopoulos, do Nucleo de Propriedade Intelectual da
UNIFESP, essa universidade publicou, no periodo de 1998 a 2000, trinta e dois mil
artigos e ndo depositou nenhuma patente (O ESTADO DE SAO PAULO, 2002)

Uma visualizagdo das informacdes comentadas acima € possivel quando os dados da

TAB. 5.1 foram transportados para o GRAF 5.1.
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GRAFICO 5.1
Pedidos de patente sobre tecnologia sol-gel publicados no Brasil, 1986 - 2002

40+

30
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0
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Fonte: Elaboracao propria

5.1.1 Empresas que mais depositaram no Brasil

As empresas e, consequentemente, os setores tecnologicos envolvidos, que mais
publicaram pedidos de patentes no Brasil durante o periodo de 1986 a 2002 estdo

listadas na TAB. 5.2.
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TABELA 5.2
Empresas que mais publicaram pedidos de patente no Brasil de 1986 a 2002.

Empresas Quantidade Campo Tecnolégico
Norton Company 7 B01J, B24D, C04B, DO1F
Saint-Gobain Ceramics and Plastics 6 B02C, B24D, CO9K
L’Oreal 4 AB1K
Institut Fuer Neue Materialien 3 B22C, C03C, CO8L
Gemeinnutzige Gmbh
Basf Coating 3 C09D
Novara Technology SRL 2 C01B, C03B
Sol-Gel Technology 2 A61K
Bayer Aktiengesellschaft 2 B01J, BO1L
Engelhard Corporation 2 BO1J
Universidade Estadual Paulista 2 C01G, C23C
American and Telephone & 2 C03C
Telegram Co.
Clamper Industria e Comércio Ltda 2 C23C, HO1L
E.l. du Pont 2 co7C

FONTE - Elaboragao propria de acordo com SINPI/INPI

Convém observar que as demais empresas que apresentaram apenas um pedido de
patente ndo foram consideradas, razdo pela qual ndo foram listadas na TAB. 5.2. Entre
os cinqiienta e oito pedidos de patente depositados no Brasil, foram encontrados apenas
cinco pedidos de pesquisadores nacionais, 0 que, mais uma vez, confirma a negligéncia
do cientista brasileiro em proteger o conhecimento gerado nos centros de pesquisa

nacional.
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5.2 Patentes Concedidas nos Estados Unidos e Empresas que mais
Depositaram

Como mencionado anteriormente, empregando-se genericamente a expressao “sol-gel”
no site de busca americano, foram encontradas mais de seis mil e seiscentas patentes
relacionadas a tecnologia sol-gel. E incontestdvel que esse volume de informagdo é
bastante extenso, razao pela qual, no sentido de racionalizar essas informacdes e, manter
a coeréncia com o levantamento a ser efetuado através do Banco brasileiro, serdo

3

consideradas apenas as patentes que apresentam a expressao “sol-gel” no titulo e/ou
resumo, chegando-se, entdo, as seiscentas e sessenta e duas patentes americanas

distribuidas pelos diversos periodos comentados abaixo.

O Banco de Patentes americano, até dezembro de 2002, apresentava as informacgdes
separadas por periodos, assim definidas: 1790 a 1975; 1976 a 1980; 1981 a 1985; 1986
a 1990; 1991 a 1995 e, finalmente 1996 a 2002. Adotando-se essa diretriz, que permite
verificar a época exata em que se da o surgimento e o crescimento dessa rota quimica,
foi feito entdo o levantamento, por amostragem, nesses diversos periodos, verificando-

se além do numero total de patentes concedidas, as areas tecnoldgicas envolvidas.

E importante deixar claro que da mesma forma que esclarecido no item 5.1, os setores
tecnologicos mencionados na coluna “Campo Tecnoldgico” das TAB. 5.3,5.4,5.5,5.6 ¢

5.7 estdo representados pelos simbolos da Classificagdo Internacional de Patentes.

a) Periodo de 1790 a 1975

Nesse periodo nao foi detectada nenhuma patente na area do sol-gel, muito embora se
reconheca que através de outra modalidade de pesquisa no USPTO, encontrar-se-iam
varias patentes como, por exemplo, a US 3.672.833, que foi concedida em 27/06/1972,
em nome de Stanilas Jean Teichner e Gilbert André Nicolaon Lyon. Essa patente
descreve um processo de preparagao de aerogé€is inorganicos € ja menciona as etapas

basicas da tecnologia sol-gel (BANEY, 1983).
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b) Periodo de 1976 a 1980

De 1976 até 1980 foram encontradas sete patentes que abrangiam ao todo seis areas
tecnoldgicas. Dessas areas o setor mais procurado foi o de producdo de compostos

contendo metais de uso nuclear (CO1G), conforme mostrado na TAB. 5.3.

TABELA 5.3

Patentes americanas concedidas no periodo de 1976 a 1980.

Empresa Pais Quantid. Campo Tecnolégico
Nuclear Fuel Services Inc. US 1 Co1G
Imperial Chemical Industries US 1 C10G
Ltd
Stephan, John (inventor US 1 A23K
isolado)
Reactor Centrun Nederland NL 1 Co1G
Gulf Oil Corporation US 1 CO9K
Mc Donnel Douglas (0N} 1 BO1J
Corporation
The United States / Secretary (SN} 1 C22B
of Energy
Total 7
FONTE - Elaboragao propria de acordo com USPTO
c) Periodo de 1981 a 1985

Nessa época, o patenteamento na area do sol-gel praticamente se manteve inalterado na
quantidade, ou seja, teve um acréscimo de duas patentes em relagdo ao periodo anterior,
chegando a um total de nove patentes concedidas, distribuidas em cinco 4areas
tecnologicas, conforme se constata na TAB. 5.4. O que variou completamente nesse

periodo em relagdo a 1981 a 1985 foi a area tecnologica envolvida. Nesse segundo
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momento, 22% das patentes foram localizadas nas areas de reatores nucleares (G21C) e

outros 33%, na de quimica coloidal (BO1J).

TABELA 5.4

Patentes americanas concedidas no periodo de 1981 a 1985.

Empresa Pais Quantid. Campo Tecnoldgico
The United States of America US 2 G21C
Norton Company US 1 B24D
PCUK — Produits Chimiques US 1 BO1J
Ugine Kuhlmann
Dow Corning Corporation uUS 1 C03B
United Kingdon Atomic Energy GB 1 C04B
Authorit
Owens — Corning Fiberglass US 1 BO1J
Corporation
Gesellschaft zur Forderung der DE 1 BO1J
Forshung na der
Eidgenossichen
Loyd Milton H. (inventor US 1 G21C
isolado)

Total 9

FONTE - Elaboragao propria de acordo com USPTO
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d) Periodo de 1986 a 1990

Nessa ocasido o interesse pela tecnologia sol-gel aumentou de forma consideravel,
chegando a um total de setenta e trés patentes concedidas, conforme os dados expostos
na TAB. 5.5. Desse total, sessenta e seis patentes foram concedidas a nacionais, sete
com prioridade japonesa e o restante, com prioridades diferentes, tais como a alema e a
francesa. Percebe-se também, que o campo tecnologico expandiu bastante em relagdo ao
periodo de 1981/1985, atingindo um total de mais de dezesseis areas tecnologicas.
Dessas, as mais procuradas foram: de manufatura de vidro (C03B); processos de
aplicacdo de liquidos ou outros materiais a superficies (B05D); materiais para
aplicagdes diversas, (C09K); ceramica e refratarios (C04B) e, finalmente, tratamento da

superficie de vidros, (C03C).



43

TABELA 5.5

Patentes americanas concedidas no periodo de 1986 a 1990

Empresa Pais Quant. Campo Tecnolégico
Hoescht Celanese DE 10 CO03B, C03C, CO9K, BO5D, F21V,
Company G02B, GO2F
Minesota Mining and US 9 C04B, C09C, B24D, B32B

Manufacturing Company

PPG Industries usS 5 B05D,C08G, CO9K, DO1F
AT&T Bell Laboratories UsS 5 B05D, C03B
University of Florida US 4 B01J, BOSD
Yamamoto, Tohru JP 4 B01D,C03C, C03G

(inventor isolado)

University of Rochester US 3 Co3C
Seiko Epson Corporation JP 3 CO03B
Demais empresas (com 30

menos que 3 patentes)

Total 73

FONTE - Elaboragao propria de acordo com USPTO

Analisando-se os dados apontados na Tabela 5.5 e, levando-se em conta apenas as
empresas listadas e desconsiderando-se as “demais empresas”, um aspecto interessante a
ressaltar é que nesse periodo, duas universidades americanas (Universidade da Flérida e
de Rochester) obtiveram um total de sete patentes, ou seja, quase 10% em um total de

setenta e trés patentes concedidas. Nesses anos de 1986/1990, as empresas Hoescht
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Celanese Company e Minesota Mining and Manufacturing Company foram as que mais
conseguiram patentes nos Estados Unidos na area sol-gel, sendo que a primeira

conseguiu dez patentes e a segunda, nove.

e) Periodo de 1991 a 1995

O interesse por essa tecnologia continuou crescendo a ponto de atingir um total de
duzentas e vinte e uma patentes concedidas. Seguindo a mesma estratégia adotada
anteriormente, quer dizer, levando-se em conta apenas as empresas listadas e,
desconsiderando-se as “demais empresas”, comprova-se pelas informagdes da TAB. 5.6,
que o Japao intensificou seu interesse no mercado americano, elevando o numero de
suas patentes, apesar dos residentes americanos ainda continuarem com a grande
maioria das patentes concedidas. Enquanto que no periodo de 1986 a 1990 foram
concedidas sete patentes com prioridade japonesa, no periodo de 1991 a 1995 as
empresas orientais conseguiram um total de vinte e quatro patentes, comprovando seu

interesse no mercado americano.



45

TABELA 5.6
Patentes americanas concedidas no periodo de 1991 a 1995
(continua)

Empresas Pais Quantid. Campo Tecnoldgico
Sumitomo Electric Industrial JP 10 B05D, B32B, C03B, C03C, G02B,
Ltd HO1B
AT&T Laboratories US 7 B05D, B32B, C03B, C03C, G02B,

HO1B

The Regents of University of US 7 B05D, C03C, CO8F, C08G, C08J,
California C12N
Norton Company US 7 B01J, B24B, C09C
Minesota Mining and US 6 B24D, C04B, HO1B
Manufacturing Company
Wisconsin Alumini Research UsS 6 B01D, B24D, B29C, C04B
Foundation
University of Florida usS 5 B01J, CO9K, HO1S
Yamamoto Tohru (inventor JP 5 A61K, BO1D, BO5D, B32B
isolado)
Central Glass Company Ltd JP 5 B05D, C03B, C03C
The United States of America  US 4 B01J, C08J, CO8K, GO1T, HOIB
Yssum, Research IL 4 B01D, C08G, GOIN

Development Co. of the

Hebrew University
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TABELA 5.6
(conclusao)
Empresas Pais Quantid. Campo Tecnologico

The Boeing Company US 4 C04B
Hoya Corporation JP 4 B28B, C03C
Demais empresas (com menos 147
que 4 patentes)

Total 221

FONTE : Elaboragao préopria de acordo com USPTO

Ressalta-se que nesse periodo de 1991 a 1995 as areas pesquisadas, empregando-se a
rota sol-gel, atingiram um total de mais de vinte e quatro setores tecnoldgicos, sendo
que os mais procurados foram: a de tratamento da superficie de vidro (C03C); a
referente a ferramentas para esmerilhar (B24D); a relacionada com vidros em geral
(CO3B); a de processos quimicos e fisicos, por exemplo, catalise, quimica coloidal

(BO1J) e, finalmente, a referente a ceramica e refratarios (C04B).

Observa-se mais uma vez, o interesse de universidades e centros de pesquisa americanos
em proteger suas patentes na area do sol-gel, com um total de doze patentes concedidas,
ou, 5,43% de um universo de duzentas e vinte e uma patentes. Constata-se, também, o
inicio do interesse do centro de pesquisa israelense (Yssum, Research Development
Company of the Hebrew University), com um total de quatro patentes concedidas, nas
areas de investigacdo ou andlise dos materiais pela determinag¢do de suas propriedades

quimicas ou fisicas, separacao e compostos macromoleculares.
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f) Periodo de 1996 a 2002

O periodo de 1996 a 2002 tem confirmado o interesse e a importancia dessa tecnologia,
com um total de trezentas e cinqiienta e duas patentes concedidas nas mais variadas
areas tecnologicas, de acordo com os dados da TAB. 5.7. A empresa americana que
mais conseguiu patentes foi a The Boeing Company, com um total de dezenove, seguida
pela Lucent Technology, com treze e pela Ford Global Technologies Inc, também com

treze.



TABELA 5.7
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Patentes americanas concedidas no periodo de 1996 a 2002

(continua)

Empresas Pais Quantid. Campo Tecnolégico
The Boeing Company uUsS 19 B05D, B29C, B32B, C03B, C04B,
C23C, HO1B
Lucent Technology UsS 13 B01D, B29D, C02F, C03B, G02B
Ford Global Technologies Inc. US 13 B01J, C01G, GOIN
UT Battelle LLC US 8 B05D, B32B, C30B
Yssum, Research IL 8 A61K, BO1D, GOIN
Development Co. of Hebrew
Univ.
University of California US 7 A61F, BO1J, B29C, C01B, C03B,
Co08J
Samsung Electronics Co. Ltd ~ JP 7 C03B, C04B, C08K, HOIL
Sandia Corporation UsS 6 B0O1D, CO1G, C03C, C25D, GOIN,
HOIL
E.I. du Pont de Nemours and DE 6 B01J, C07C
Company
Eastman Kodak Corporation  US 5 AO1IN, B28B, B41C, G02B, G03B
Saint-Gobain / Norton US 5 B02C, B24D, C09C

Industrial Ceramics Corp.
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TABELA 5.7
(conclusao)

Empresa Pais Quant. Campo Tecnolégico
Institut fur Neue Materialien DE 5 BO5SD, B22C, C09C, C09J, DO4H
Gemeinnutzie Gmbh
The United States / Secretary US 5 B32B, C01B, C03B, C09K, F28D
of the Navy
US Philips Corporation usS 4 B05D, C25B, DO6F, HO1J
Motorola Inc IL 4 B05D, CO9K, GO1IN, HO1J
Demais empresas (com menos 241

que 4 patentes)

Total 352

FONTE: Elaboragao prépria de acordo com USPTO

Como feito anteriormente, levando-se em conta apenas as empresas listadas na TAB
5.7, facilmente se conclui que nesse periodo a rota sol-gel foi aplicada em mais de
quarenta areas tecnoldgicas, sendo que as mais requisitadas foram: vidros em geral
(CO3B); a de produtos em camada (B32B); a de processos quimicos ou fisicos, por
exemplo, catdlise, quimica coloidal (B0O1J); a referente a aplicagao de liquidos ou de
outros materiais fluentes a superficies em geral (BO5D) e, finalmente, a relacionada a
investigacdo ou andlise de materiais para determinacdo de suas propriedades quimicas

ou fisicas (GOIN).

Sintetizando as informagdes apresentadas, referentes ao periodo abrangido desde 1790
até 2002, ndo restam davidas que além dos residentes americanos (empresa e/ou

inventor isolado) inicia-se um grande interesse do Japdo, Alemanha e Israel em
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depositarem patentes nos Estados Unidos na area de sol-gel. Além disso, acentua-se o
grande interesse na rota sol-gel, que comegou nos anos de 1976/1980 com apenas seis
areas tecnoldgicas em pesquisa, chegando a mais de quarenta setores pesquisados no
periodo de 1996 a 2002. De outra forma, em quase trés décadas de pesquisas da

tecnologia sol-gel, as areas focadas tiveram uma expansao de cerca de 633%.

De forma apenas ilustrativa, comprova-se no GRAF. 5.2 que o crescimento no
patenteamento (n° de patentes concedidas por periodo de quatro anos) na area de sol-gel
nos Estados Unidos comecou de forma bastante timida nos anos 1976/1980, mas tem
crescido de forma expressiva desde entdo, confirmando assim, o grande interesse nessa
tecnologia e a expectativa de crescimento prevista pela empresa Business

Communications Company, Inc. em dezembro de 2002 (BCC, 2002).

GRAFICO 5.2

Crescimento do patenteamento da tecnologia sol-gel nos Estados Unidos, 1790 — 2002
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FONTE - Elaboragao propria
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5.3 Levantamento das Publica¢cdoes do LMC Passiveis de Gerar Pedidos
de Patente

Em uma primeira andlise de todo o material selecionado de acordo com a metodologia
definida no item 4.2, referente a metodologia, chegou-se aos dados mostrados na TAB.

5.8.

TABELA 5.8

Areas tecnolégicas de publicagio em sol-gel do LMC.

Area Tecnoldgica Quantidade  Publicacao Publicacao Sem data
de Artigos Circulacao Circulacao e local de

Nacional Internacional Publicac¢ao

Biotecnologia 15 6 9

Hibridos 6 3 3

Membranas 7 5 2

Nuclear 11 4 4 3

Processamento sol-gel 27 12 11 4

Recobrimentos 16 8 3 5

Vidros 6 2 3 1
Total 88 40 35 13

FONTE : Elaboracao prépria de acordo com as publicagdes do LMC/UFMG.

As informagdes mostradas na TAB. 5.8 deixam claro que o Laboratério de Materiais
Ceramicos da UFMG apresenta um 6timo nivel de publicagdo, tanto no que se refere as
publicacdes em revistas especializadas nacionais, quanto também nas internacionais.
Além disso, comprova-se também que ele desenvolve pesquisas em segmentos

estratégicos para o Brasil.

Através do curricullum Lattes do Prof. Wander Luiz Vasconcelos (atualizado em

16/09/2002) disponibilizado pelo site do CNPq, verificou-se que os pesquisadores do
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LMC, em todas as suas areas de atuagdo, publicaram no total 98 artigos em periodicos e
138 trabalhos em anais e eventos. Comprova-se assim, o excelente nivel de publicacdo
desse laboratorio. Entretanto, quando o assunto ¢ a prote¢do de toda essa tecnologia
desenvolvida, chega-se a um numero de 3 pedidos de patente depositados, todas na area
do sol-gel. Mais uma vez, o LMC da UFMG expressa a realidade nacional no que

concerne ao nimero de publica¢des cientificas e ao nimero de patentes depositadas.

Curiosamente, foi observado na leitura que as publicagdes do LMC apresentam uma
particularidade comum: a indefinicdo das caracteristicas imprescindiveis para a
definicdo de um processo de obtencdo ou mesmo as caracteristicas fisico-quimicas do
produto obtido muito menos, seu campo de utilizagdo. Na realidade, essas publicacdes
definem na parte experimental, etapas e condigdes processuais usuais e de conhecimento
de qualquer técnico na area. Entretanto, apresentam dados e informagdes que
comprovam, muitas vezes, a solugdo de um problema técnico ou mesmo a obtencgao de
materiais com caracteristicas técnicas inovadoras, condigdes de um possivel deposito de

patente.

Um fato importante a ressaltar, ¢ que nesse levantamento ndo foi considerado o titulo
do artigo, mas, seu conteido. Caso contrario, artigos do tipo do mencionado na
QUADRO 5.5 “Influence of process parameters on the morphological evolution and
fractal dimension of sol-gel colloidal silica particles”, ndo seriam considerados como

descrevendo matéria em condi¢des de gerar pedido de patente.

Area Tecnolégica: Biotecnologia

Nessa area foram analisados quinze artigos, sendo que dois se referem a matéria tedrica
e treze descrevem matéria que apresenta condicdo de gerar um ou varios pedidos de
patente. O QUADRO 5.1 mostra esses artigos com os primeiros autores identificados

por letras maiusculas.
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QUADRO 5.1

Artigos na area de Biotecnologia.

Autor Titulo do Artigo

e Incorporacdo de octreotida em vidros
preparados pelo método sol-gel.

e Novos biomateriais: hibridos organico-
inorgénicos bioativos;

B e Novel multicomponent silicate-poly(vinyl
alcohol) hybrids with controlled reactivity.

e Incorporation of proteins within porous sol-
gel matrices evaluated by electron and FTIR
microscopies;

e Sol-gel silica based networks with controlled
chemical properties;

C e Surface funcionalization of porous glass
networks: effects on bovine serum albumin
and porcine insulin immobilization.

e Desenvolvimento de um processo de
fabricacdo de vidros porosos via sol-gel para
fixagdo de proteina.

e Biomateriais para fixacao de proteinas.

e Study of BSA protein incorporation in porous
sol-gel glass matrix.

e Recobrimento de apatita em liga cirargica de
titanio obtido por precipitagao.

e Obtengao de materiais avangados via método
sol-gel;

e In vitro bioactive and protein release from
bioactive foams;

e Surface-modified 3D scaffolds for tissue
engineering.

FONTE - Elaboragao propria

Os artigos listados na QUADRO 5.1 definem novos produtos e processos com
caracteristicas inovadoras em area estratégica para o Brasil, como por exemplo, a de
saude, mais especificamente medicamentos. A biotecnologia ¢ um dos setores em que o

Brasil ja atua na fronteira do conhecimento, portanto, deve-se pensar seriamente na
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devida protecdo. A titulo de exemplo do que pode ser alcangado com a protegdo na area
de patentes: existem duas patentes americanas US 4.468.464 e US 4.740.470 na area de
biotecnologia, ambas com o titulo “Biologically functional molecular chimeras™ que, até
1999 geraram cerca de US$ 251 milhdes em royalties para as universidades que as
depositaram. Essas patentes foram licenciadas para nada menos que 467 diferentes

companhias (ASSUMPCAO, 2001).

Area Tecnolégica: Hibridos

Esse setor diz respeito a uma nova classe de materiais que sdo um produto da
combinagdo de polimeros com ceramicas. Foi o alvo de seis publicagdes, sendo que
apenas duas foram considerados como matéria teorica e quatro como apresentando
condigdes de gerar pedidos de patente. Esses artigos estdo relacionados no QUADRO

5.2.

QUADRO 5.2
Artigos na area de Hibridos.

Autor Titulo do Artigo

e Processamento de nanocompositos baseados
B na combinacdo de 4lcool polivinilico e
ceramicas derivadas do método sol-gel.

e Synthesis and characterization of
silsesquioxane-based polymer hybrids
structure.

e Structural modification of  poly(2-
hydroxyethyl methacrylate)-silica hybrids
utilizing 3-
methacryloxypropyltrimethoxysilane.

e Influéncia da metodologia de sintese no
controle estrutural de hibridos organo-
inorganicos.

FONTE - Elaboragao propria
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Area Tecnologica: Membranas

As membranas sao largamente empregadas em processos de separacdo e utilizadas na
industria quimica, farmacéutica, de alimentos para citar apenas algumas. Essa éarea teve
um total de sete trabalhos publicados, dos quais apenas quatro apresentam condi¢des de
servir de base para a redagdo de um pedido de patente. O QUADRO 5.3 mostra os

artigos considerados como em condigdes de se transformarem em pedidos de patente.

QUADRO 5.3

Artigos na area de Membrana.

Autor Titulo do Artigo

e Obtencdo e caracterizagao de
membranas assimétricas via sol-gel;

E e Synthesis and properties of microporous
sol-gel silica membranes.
e Sintese de membranas cerdmicas via
método sol-gel utilizando TEOS e n,n-
dimetilformamida.
G

e Obtencdao de membranas ceramicas pelo
processo sol-gel.

FONTE - Elaboragdo propria

Area Tecnologica: Nuclear

Essa area tecnoldgica apresentou uma caracteristica diferente de todas as outras. Todos
os artigos analisados apresentavam sempre os mesmos autores. Assim, foi mantida a
metodologia de adotar-se sempre o primeiro autor, identificado por letra maitscula. Para
facilitar a leitura e formar uma compreensdao do assunto, inicialmente foram lidos os

artigos que se relacionavam com a incorporagao especifica do césio, posteriormente os
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relativos ao chumbo e, finalmente aqueles que diziam respeito a assuntos mais gerais. O

QUADRO 5.4, mostra as publicacdes passiveis de gerar documento de patente.

QUADRO 5.4

Artigos na area Nuclear.

Autora Titulo do Artigo

e Study of porous silica gel under vy ;

e Properties of porous silica glasses prepared via sol-gel
process;

e Desenvolvimento de matriz vitrea pelo processo sol-gel
visando incorporagao de rejeito nuclear;

e Obtengdo de vidro poroso de silica para incorporagdo
de césio;

e Synthesis of nanostructuered silica via sol-gel process
with incorporation of cesium compound;

e Desenvolvimento de material vitreo para incorporagdo
de césio;

e Impregnagdo com césio de vidro poroso obtido pelo
processo sol-gel;

e  Obtengdo de vidro de silica incorporado com chumbo;

e Incorporagdo de compostos de chumbo em géis de
silica nanoporosos;

® Obtention of nanostructured silica glas by sol-gel
process with incorporation of lead compounds.

FONTE - Elaboragao propria

O segmento Nuclear apresentou um total de 11 publicagdes, sendo que apenas uma
delas foi enquadrada como matéria tedrica e o restante, tendo condi¢des de gerar um ou

varios pedidos de patente.



Area Tecnologica: Processamento sol-gel

Nessa categoria foram enquadradas todas as publica¢des que se referiam de forma geral
ao processamento em si da tecnologia sol-gel (pardmetros operacionais, obtencdo de

precursores empregados, etc), sem se preocupar com o produto final obtido. Os dados

estao mostrados no QUADRO 5.5.

QUADRO 5.5

Artigos na area Processamento Sol-Gel.

Autor

Titulo do Artigo

Influence of process parameters on the morphological
evolution and fractal dimension of sol-gel colloidal
silica particles.

Obtengdo de precursores organometalicos para
aplicagoes sol-gel

Avaliagdo e caracterizagdo da conectividade de poros
de géis de silica

Estudo da evolugéo estrutural durante a transi¢do sol-
gel em materiais derivados do tetrametil-ortossilicato

Avaliagdo de poros de géis de alumina obtidos pelo
processo sol-gel.

Processing of sol-gel silica using gamma radiation”;

A new manufacturing process to  obtain
thermoluminescent dosimeters using sol-gel method.

Preparation of silica by sol-gel method using
formamide.

FONTE - Elaboragao propria

Esse segmento tecnoldgico foi o que recebeu mais publicagdes no LMC. Foram

analisados ao todo vinte e sete artigos e achados apenas oito com condi¢des de servirem

de base para a redacdo de um ou varios pedidos de patente.
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Area Tecnologica: Recobrimentos

A area de recobrimentos ceramicos foi uma das primeiras a fazer uso dessa rota quimica
para a obtencdo de filmes finos e na prote¢ao contra a corrosdo, conforme mostrado pela
primeira patente concedida na area do sol-gel. O LMC teve um total de dezesseis
publicacdes nessa area, passiveis de gerar um ou mais pedidos de patente. Esses artigos

produziram os dados do QUADRO 5. 6.

QUADRO 5.6

Artigos na area de Recobrimentos.

Autor Titulo do Artigo

e Desenvolvimento de equipamento de dip-
coating e obtencdo de filmes de silica em
substratos metalicos;

e Processing of sol-gel alumina coatings on
stainless steel substrates;

I e Processing of alumina coatings on stainless
steel;

e Analysys of the interface silica gel-stainless
steel;

e Corrosion resistance of stainless coated with
sol-gel silica;

e Structural characterization and corrosion
behavior of sol-gel titania coated stainless
steel;

e Desenvolvimento e avaliagdo de filmes
o cerdmicos, obtidos via método sol-gel para
modificacdo da reatividade quimica de
substratos metalicos.

FONTE - Elaboragdo propria

A 4area de recobrimento ceramico teve um total de dezesseis artigos e sete deles foram

considerados como apresentando condi¢des de gerar um ou mais pedidos de patente.
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Area Tecnolégica: Vidros

A area de vidros no LMC da UFMG teve um total de seis publicagdes, sendo trés
publicacdes com matéria teérica, duas com condi¢cdes de depdsito de patente e um
pedido de patente ja publicado na RPI. Essas informagdes estdo disponibilizadas nos

dados do QUADRO 5.7.

QUADRO 5.7

Artigos na area de Vidro.

Autor Titulo do Artigo
E Synthesis of titania-silica materials by sol-gel.
P Efeito da adi¢do de co-dopantes na formacdo de
aglomerados em vidros de silica sol-gel dopados com
Eu’”.
Q Porous silica glasses;

Processo de fabricacdo de vidro poroso (PI 0003148-8).

FONTE - Elaboragao propria

As informagdes geradas desde o QUADRO 5.1 até o QUADRO 5.7 serdo sintetizadas
na TAB. 5.9, que mostra a quantidade de artigos / trabalhos analisados em cada érea,
relacionando-os com aqueles considerados como abrangendo matéria puramente teorica
e também com os classificados como ndo tedricos, ou seja, passiveis de gerar depdsito

de patentes.

A coluna nomeada de “Total de Artigos” indica o total de artigos do LMC analisados
em cada area tecnologica. Na segunda coluna, intitulada “Artigos Teoricos”, foram
considerados aqueles trabalhos que descreviam apenas teoria, como € o caso, por

exemplo, do artigo “adsorption/desorption behavior of bovine serum albumin and
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porcine insulin on chemically patterned porous gel networks”. Finalmente, a ultima

coluna se refere aos artigos que descreve assuntos passiveis de patenteamento.

TABELA 5.9

Resumo dos trabalhos analisados.

Area Tecnolégica Total de Artigos Artigos Nao
Artigos Teoricos Teoricos

Biotecnologia 15 2 13
Hibridos 6 2 4
Membranas 7 3 4
Nuclear 11 1 10
Processamento sol-gel 27 19 8
Recobrimentos 16 9 7
Vidros 6 3 3

Total 88 39 49

FONTE - Elaboragao propria com base nas publicacdes analisadas.

Analisando-se os dados expostos na TAB. 5.9, constata-se que o LMC ndo se restringe a
geracdo de teoria cientifica (trinta e nove artigos), mas, tem se preocupado também com
o desenvolvimento de novos materiais de interesse tecnoldgico (quarenta e oito artigos),

empregando a tecnologia sol-gel.

Uma outra informagao decorrente da TAB. 5.9 ¢ o fato de que, empregando a tecnologia
sol-gel, as areas mais pesquisadas nesse Laboratério sdo: a de processamento sol-gel, de
forma geral; a de biotecnologia e a de recobrimentos ceramicos. A érea nuclear, apesar

das muitas publicacdes foi do interesse de uma tnica pesquisadora. Uma das areas que
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menos recebeu publicagdes, vidros, possui um pedido de patente ja publicado (PI

0003148-8).

5.3.1 Levantamento das patentes

O simples levantamento das publica¢des com possibilidades de gerar pedidos de patente
ficaria incompleto se, em seguida ndo fosse feito o levantamento dos futuros pedidos de
patente a serem depositados pelo LMC. Ja foi dito anteriormente que um dos pré-
requisitos para o patenteamento de uma invengao ¢ o fato da matéria reivindicada ndo ter
sido publicada ou tornada acessivel ao publico antes da data do depdsito do pedido de

patente.

No caso das publicagdes do LMC, apesar de disponibilizadas ao publico antes dos
respectivos depdsitos de patente, a matéria publicada ndo descreve de forma clara e
suficiente o processo e/ou produto de modo a possibilitar sua reprodugdo por um
técnico no assunto. Os dados operacionais apresentados (etapas e variaveis
processuais) sdo conhecidos de qualquer especialista no assunto. Na realidade, esses
artigos publicados, descrevem assuntos que estdo sendo ou foram pesquisados e
desenvolvidos pelos pesquisadores do LMC. Consequentemente, estes trabalhos nio
apresentam condigdes técnicas para servirem como anterioridade aos pedidos de
patente que forem depositados, a partir de agora, com respeito a essas tecnologias.

Antes que seja feito o levantamento dos futuros pedidos de patente, ¢ necessario
salientar alguns aspectos: a) algumas vezes um mesmo artigo € publicado varias vezes
em periodicos diferentes, logo, essas diversas publicagdes podem ser alvo de um tinico
pedido de patente; b) devido ao tempo em que tais pesquisas foram desenvolvidas e
publicadas, pode ocorrer o fato de que algumas delas terem perdido o interesse
cientifico ou industrial. Sendo assim, a decisdo de quais publicagdes poderao gerar
pedidos de patente, deverd basear-se em alguns critérios, como por exemplo: 1)
verificar se a matéria ainda tem interesse cientifico ou industrial; ii) fazer uma busca
no Banco de Patentes (do Brasil, Estados Unidos e europeu) para verificar o estado da

técnica; iii) verificar a possibilidade de definir as diversas variaveis processuais de
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obteng¢do e caracterizagao dos materiais envolvidos; iv) conforme o caso, verificar a

possibilidade de aperfeicoar a matéria publicada, etc.

Dessa forma, o levantamento do material considerado apto para gerar deposito de
patente esta apresentado no QUADRO 5.8, de forma organizada por assunto e também
por autor. Na coluna “Sugestdao” dos quadros abaixo, foram apresentadas sugestdes de
pedidos de patente a serem depositados, observando-se os critérios mencionados
anteriormente, ou seja, se ainda permanece o interesse no assunto ou area tecnologica

e se a matéria ainda nao pertence ao dominio publico.

Uma outra observacao a ressaltar ¢ que o sistema de patentes no Brasil permite que,
dentro do mesmo conceito inventivo, possa-se reivindicar em um mesmo pedido de
patente, tanto o processo de fabricacdo quanto o produto / composi¢do, o equipamento
desenvolvido ou modificado especificamente para o processo e o uso do produto final.
Por isso, o Ato Normativo 127 em vigor determina que o titulo adotado deve definir de
forma clara toda a matéria reivindicada, sendo assim, pelo titulo sugerido pode-se

prever as reivindicagdes dos futuros pedidos de patente.
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QUADRO 5.8

Artigos passiveis de gerar patente

(continua)

Area

Autor

Sugestio

Biotecnologia

A

Processo de incorporagdo de octreotida em
vidros preparados pelo método sol-gel, Vidro
e Aplicacgdo.

Processo de obtengdo de hibridos orgénico-
inorganicos bioativos, Hibridos, Aplicagao.
Processo de obtengdo de hibridos organicos-
inorganicos baseados em PVA, Vidro de
silicato, Aplicagdo.

Processo de fabricacdo de vidro poroso via
sol-gel para fixagdo de proteinas Processo de
fabricacao de silica sol-gel com propriedades
quimicas controladas, Silica, Aplicagdo.
Processo de incorporagao de BSA e PI em
estrutura porosa de gel de silica, Produto,
Aplicagao

Processo de obtencdo de filme de
hidroxapatita carbonatada sobre uma liga
cirurgica de titanio, Filme de hidroxapatita
carbonatada, Aplicacao.

Processo de obten¢do de incorporagdo e
liberacdo de proteinas em matriz sol-gel,
Vidro bioativo, Aplicacao.

Processo para obtengdo de biomateriais,
Biomateriais, Aplicagdo.

Hibridos

Processo de obtengdo de nanocompositos
baseados na combinacdo de dlcool
polivinilico e ceramica derivada do método
sol-gel, Nanocompdsitos, Aplicacao.
Processo de obtencdo de hibrido polimérico
baseado em silsesquionano, Hibridos, Uso.

Membranas

Processo de obtengdo de membranas
assimétricas via  sol-gel, Membranas
assimétricas, Uso.

Processo de sintese de membrana de silica,
via sol-gel, Membrana de silica, Aplicacao.
Obtencdo de membranas ceramicas pelo
processo  sol-gel, Membrana ceramica,
Aplicagdo.

FONTE - Elaboragdo propria com base nas publicagdes analisadas.
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QUADRO 5.8

Artigos passiveis de gerar patente (conclusao)

Area Autor Sugestao

e Processo de fabricagio de vidro poroso
Nuclear H para incorporacdo de rejeito nuclear, Vidro
poroso, Uso.

| e Processo para fabricacdo de silica coloidal,
Silica coloidal, Uso.
J e Processo de obtencdo de precursores
organometalicos, Precursores, Uso.
K e Processo de fabricacdo de géis de silica,
Processamento Géis de silica, Uso.
Sol-Gel e Processo de fabricagdo de silica sol-gel
empregando radiagdes gama, Silica, Uso.
N e Processo de obtencdo de dosimetros
termoluminescente, Dosimetros, Aplicacao.
e Processo de obtencdo de silica obtida via
E sol-gel, empregando formamida, silica,
Aplicacao.

e Processo de obtengdo de recobrimento
R ceramico em aco inox ABNT 304, Produto.
e Processo de obtengdo de filme fino de silica
em substratos metalicos, Produto,
Equipamento.
e Processo de revestimento de ago com gel de
Recobrimento I silica, Aco revestido, Aplicacao.
Ceramico e Processo de revestimento de ac¢o com
alumina, Aco revestido, Aplicagdo.
e Processo de fabricacdo de compdsito de
filme de titdnia obtida via sol-gel e aco,
Composito, Aplicacao.
e Processo de fabricagdo de recobrimento
0] ceramico de silica obtido via sol-gel,
Recobrimento ceramico, Uso.

E e Processo de fabricacdo de vidro de silica-
Vidro titdnia via sol-gel, Vidro, Uso.
e Processo de fabricagdo de vidro de silica
P sol-gel dopado com Eu’", Vidro, Aplicagdo.

FONTE - Elaboragdo propria com base nas publicagdes analisadas.
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E oportuno esclarecer que durante o desenvolvimento de uma pesquisa ¢ bastante
comum o autor redigir varios artigos versando sobre a mesma técnica, apresentando
pequenas variagoes, de modo a atender as exigéncias dos diversos orgdos escolhidos
para as publicagdes. Sendo assim, ¢ compreensivel que alguns dos artigos mostrados
na TAB. 5.9 e nomeados no QUADRO 5.8, se tomados em conjunto, podem produzir
apenas um Unico pedido de patente. Dito de outra maneira, os quarenta e nove artigos
ndo tedricos mostrados na TAB. 5.9 podem gerar mais ou menos depodsitos de patente,

dependendo do enfoque adotado na redagdo do pedido.

5.3.2 Decisao sobre depositar ou nao a patente

Muito embora existam inumeros incentivos no tocante as esferas governamental e
empresarial, tanto no Brasil quantos em outros paises, para a elevacdo dos depdsitos de
patente, sobretudo no meio académico, nem tudo o que se pesquisa tem condigdes de
gerar patente. Muitas dessas pesquisas continuardo simplesmente sendo publicadas com
o objetivo de atender a fungdo de gerar conhecimento, ou seja, sem nenhum interesse
mercadoldgico; outras, ndo deverdo nem ser publicadas por se referirem ainda a matéria
que deve ser mantida em segredo e outras, deverdo ter a patente depositada antes das

publicagdes. Cada caso ¢ um caso que deve ser estudado com bastante seriedade.

Inicialmente, ¢ bom deixar claro que no caso de se pensar em depositar uma patente,

devem ser respondidas duas perguntas basicas:

1) As informagdes disponibilizadas na publicagao (artigos, resumos para
congressos € similares, internet, posters, dissertacdes, teses) permitem a reproducdo do
processo ou do produto final por um técnico no assunto?

2) Quando foi efetuada a publicacao?

Dependendo das respostas a essas perguntas, tanto o depodsito da patente nacional

quanto em outros paises pode ser inviabilizado, uma vez que a LPI brasileira, e dos
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outros paises determina que um dos pré-requisitos para a concessao de uma patente ¢

sua novidade absoluta.

Assumindo que a publicagdo efetuada ndo impede o deposito do futuro pedido de
patente, ainda restam algumas consideragdes a serem ressaltadas, antes da decisdo do
deposito da patente. Algumas perguntas devem ser respondidas (dependendo do caso,
existem muitas outras). O anexo V mostra a sugestdo de um formulario a ser preenchido
pelo pesquisador interessado em requisitar uma patente (NUPLITEC, 2001,
DAIZADEH et al., 2002):

1) Vocé depositou a patente antes da publicagdo do artigo, dissertacdo, tese?

2) Se ndo, vocé submeteu o artigo consciente da necessidade da protecdo intelectual?

3) Foi efetuada uma busca de anterioridade no Brasil e no exterior?

4) Foi efetuada uma busca na documentagao de patente?

5) A tecnologia esta se desenvolvendo de forma rapida no Brasil?

6) A tecnologia esta se desenvolvendo de forma rapida no exterior?

7) Diz respeito a uma nova area tecnologica?

8) Existe interesse em licenciar a invengao?

9) O valor comercial do processo e/ou produto € superior aos custos envolvidos desde
o depdsito até a concessdo da patente?

10) O novo material j& esta em condigdes de ser fabricado?

11) O novo material ainda necessita de uma fase de transicdo entre a escala de
laboratorio e a industrial?

12) Vale a pena depositar essa patente também em outros paises?

13) Quais os segmentos tecnolégicos que poderiam se beneficiar dessa invengao?

14) Voce aplicaria suas economias nessa pesquisa’?

5.3.3 Salvaguardas para a publicacdo de artigos antes do deposito da
patente

Um dos pré-requisitos para a concessao de patente ¢ a sua novidade. Nesse ponto, vem

o dilema: publicar para ganhar as vantagens na carreira académica, ou depositar uma
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patente, atitude quase desconhecida e “burocratica” devido a falta de informagao de uma
grande parcela dos pesquisadores nacionais, na area de propriedade industrial. A cultura
de publicagdo de artigos ndo deve de forma nenhuma ser esquecida, mas apenas
colocada em pratica de outra forma. Em vez de publicar e ndo depositar a patente, deve-
se primeiro depositar a patente e s6 entdo, publicar todos os artigos necessarios, com
tranqiiilidade. ~ Convém ressaltar, entretanto, que quando se fala em artigos,
indiretamente estdo incluidos também qualquer tipo de publicacdo, como dissertagdes e
teses (CHAMAS et al., 1998; MACEDO e BARBOSA, 2000; RODRIGUES JUNIOR et
al., 2003; GARABEDIAN, 2003; BLOSSEY, 2003).

Nem tudo, entretanto, esta perdido para o pesquisador levado a publicar algum artigo
sem a devida prote¢cdo. A LPI em vigor reserva algumas salvaguardas nesse caso,

conforme comentadas a seguir (AQUAVIVA, 1996; CHAMAS, 1998).

5.3.3.1 Salvaguardas de protecao

A primeira dessas salvaguardas ¢ conhecida por Periodo de Graga e ¢ amparada pelo
artigo 12 item I da LPI, que determina “ndo serd considerada como estado da técnica a
divulgagdo de invengdo ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze)
meses que precederem a data de depdsito ou a prioridade mais antiga do pedido de
patente, se promovida pelo inventor”. Ou seja, no caso da publicacdo de um artigo
antes do depdsito da patente, o cientista deve observar que dentro do prazo de um ano da
publicagdo do artigo, ele deve tomar as devidas providéncias para proteger sua invengao,
sob pena de colocar a disposi¢do de forma gratuita, informagdes ansiosamente esperadas

pelas empresas e/ou concorrentes.

Ressalta-se que este procedimento deve ser seguido apenas em caso extremo, uma vez
que, mesmo que o artigo publicado ndo sirva como anterioridade ao seu proprio pedido
de patente, se outra pessoa depositar o pedido antes do proprio inventor, ele devera
provar que o primeiro que depositou teve conhecimento da invengao, através do seu
artigo publicado, o que ¢é bastante complicado de provar. Cabe lembrar que na

confecgdo desses artigos a publicar, o cientista deve se resguardar de descrever a
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pesquisa e seus resultados de forma que possam ser reproduzidas (LPI, 1996; FORBES
DO BRASIL, 2001; MEDEIROS, 2002).

Um outro fato importante a considerar quanto a essa salvaguarda ¢ que, essa publicagdo
efetuada antes do deposito brasileiro, contudo, pode inviabilizar o deposito da patente
em outros paises, como no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que ndo consideram
essa salvaguarda brasileira. Observa-se que esse tipo de salvaguarda s6 ¢ aceita para o

deposito no pais de origem (MACEDO e BARBOSA, 2000; GARABEDIAN, 2002).

Apenas para esclarecer, vamos considerar a publicacdo de um artigo de um pesquisador
brasileiro em um periddico, ndo importando sua origem, em 20/02/2002. Esse cientista,
aproveitando-se do Periodo de Graga, tem até 20/02/2003 para efetuar o deposito do
pedido de patente no Brasil, sem que essa publicacdo se constitua em anterioridade ao
seu pedido de patente. Caso esse pesquisador nacional tenha interesses em depositar a
patente também nos Estados Unidos, o PCT lhe concede o prazo de até um ano, a contar
do depdsito nacional para efetuar o depdsito nos Estados Unidos, ou seja, até
20/02/2004. Assim, a publicagdo do artigo em 20/02/2002, para o exame nos Estados
Unidos, ¢ considerado como publicado antes do depdsito no Brasil e portanto, aceito
como estado da técnica, consequentemente, impossibilitando a concessdo da patente

americana.

Uma segunda salvaguarda, conhecida pelo nome de Prioridade Interna, é baseada no
artigo 17 da Lei de Propriedade Industrial. Esse recurso ¢ utilizado quando ¢ feito um
deposito de patente inicial para o caso de alguma exposicdo (oral ou escrita) desse
assunto. Quando esse tipo de situagdo ocorre, o Estado concede ao depositante de
pedido de patente de invencdo depositado originalmente no Brasil e, ainda nao
publicado, o prazo de um ano a partir do seu deposito inicial, para que possa entrar com
novo pedido de patente sobre a mesma matéria depositada inicialmente. Cabe observar
que com o depdsito do segundo pedido de patente, o pedido original sera considerado

definitivamente retirado (LPI, 1996).
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5.4 Deposito de Patente

O pesquisador brasileiro nao habituado com a patente apresenta muitas duvidas a
respeito do que se deve ou ndo escrever em um pedido de patente. Normalmente, por
ndo conhecer essa area da protecdo intelectual, ele procura “esquecer” o depdsito da
patente e concentrar-se na pesquisa pura sem se preocupar com a utilizagao industrial,
que ¢ a parte social da patente, ou seja, a parte que sera realmente aproveitada pela
sociedade, através dos novos materiais produzidos (FAPESP PESQUISA, 2000; O
ESTADO DE SAO PAULO, 2002).

5.4.1 O que deve constar em um pedido de patente?

Um pedido de patente que é depositado em um ou mais dos paises que fazem parte do
PCT deve seguir basicamente a mesma formulagdo, ressalvadas as diferencas de
formatacdo em cada pais membro. O pedido de patente ¢ dividido em quatro partes
distintas e ao mesmo tempo, completas em si mesmas: o relatdrio descritivo, o quadro
reivindicatorio, desenhos (se for o caso) e um resumo. Cada uma dessas partes sera
comentada a seguir, conforme definido na LPI e no Ato Normativo 127, ambos em

vigor.

I) Relatério descritivo

O relatorio descritivo ¢ o local onde a invengdo pleiteada devera ser descrita
detalhadamente, de modo a permitir a um técnico no assunto a sua reprodugdo. Nesse
item aparece a primeira dificuldade dos pesquisadores na confeccdo do pedido de
patente. Normalmente, em suas dissertacdes e teses, sdo bastante prodigos em
informagdes, tabelas, dados comparativos, mas, quando vao redigir as patentes tendem a
fazer exatamente o contrario. Ingenuamente, desejando impedir que outros copiem sua
invengdo, definem a matéria de forma muito sucinta, o que pode caracterizar uma
insuficiéncia descritiva, impedindo a concessdo da patente, justamente por omitir
detalhes que possibilitem sua reprodu¢do por um especialista no assunto. Ao definir de

forma muito ampla a invengdo pretendida, o depositante se arrisca a descrever detalhes,
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ainda em escala de laboratério, que alguém com experiéncia na area de patentes pode
desenvolver para a escala industrial e depositar a patente, frustrando assim as
expectativas do cientista. De modo a facilitar o entendimento da confeccdo do relatério

descritivo ele pode ser, didaticamente, subdividido em:

e Campo de utilizagdo: Nesse item deve estar definido qual ou quais os campos em
que a invengdo pode ser empregada, qual o objetivo real da patente.

e FEstado da técnica: Esse ¢ o local onde o estado da técnica deve ser definido de
forma bastante clara, permitindo um perfeito entendimento de todo o problema
tecnoldgico existente, mencionando-se sempre que possivel, o nimero das patentes

envolvidas.

e Solugdo: Nesse item deve ser apresentado um pequeno resumo da solugdo proposta
para o problema do estado da técnica, os objetivos especificos pretendidos com a

invengao.

e Apresentacdo das figuras: Dependendo do assunto, devem ser listadas as figuras
representativas do fluxograma do processo envolvido, algum dispositivo utilizado
no processo que precisou ser adaptado para seu uso (fornos, camaras de

aquecimento, detalhamentos, etc).

o Descrigdo detalhada da invengdo: Nessa etapa a invencao deve ser descrita o mais
detalhadamente possivel, com a apresentag¢do de tabelas e exemplos comparativos,
que servirdo para ressaltar a atividade inventiva da matéria que estd sendo pleiteada
em relacdo ao estado da técnica comentado. Durante essa descricao, deve-se
também, comentar as diferencas existentes em relagdo ao estado da técnica, além de
especificar a melhor forma de reproduzir a invengio. E importante lembrar que no
deve ser esquecida, nesse momento, a defini¢do das possiveis modificagdes cabiveis
a invengao pretendida, de forma a impedir que terceiros, com experiéncia na redacao
de pedido de patente, encontrem brechas para aperfeicoarem a invengdo e
depositarem novos pedidos de patente. Quando da redacdo de uma tese, dissertacao

ou mesmo algum artigo, o pesquisador tem em mente uma publicagdo tedrica,
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cientifica que vai mostrar o desenvolvimento de sua pesquisa mas, na redacao de
uma patente, deve-se focalizar a parte industrial, ou seja, justamente aquela que vai
envolver investimento financeiro, beneficiar a sociedade, agregar valor a geracao de
um novo produto ou material que vai facilitar a vida das pessoas, gerar empregos,

enfim, divisas para o pais.

IT) Quadro Reivindicatorio.

Essa ¢ a parte mais importante do pedido de patente, pois ¢ justamente o local onde os
direitos do depositante sdo definidos e delimitados, de acordo com o artigo 41 da LPI.
E o que serd considerado em caso de demanda judicial. O quadro reivindicatorio é
constituido por uma ou mais reivindicagdes, sempre iniciadas pelo titulo adotado,
seguido pela expressao “caracterizado por” e, em seguida, a descrigdo da matéria a ser
pleiteada. As reivindicagdes devem ser redigidas de forma sucinta, porém, clara e
precisa, determinando todas as caracteristicas técnicas imprescindiveis a defini¢do e
delimitagdo da matéria que esta sendo reivindicada. Nessa oportunidade, deve-se ter
sempre em mente que um técnico no assunto, lendo o teor das reivindicagdes deve ter

condicdes suficientes de reproduzi-la.

IIT) Desenhos.

Os desenhos explicativos, fluxogramas (se existirem), graficos e similares sdo

apresentados em folhas separadas.

IV) Resumo.

O resumo tem a finalidade de auxiliar, em uma primeira andlise, a compreensao do

problema existente no estado da técnica e a solug@o proposta. Deve ser simples e claro.
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5.5 Resultados

Esta dissertagdo procurou mostrar o desenvolvimento da tecnologia sol-gel,
considerando como pardmetro, o depdsito de patentes tanto no Brasil quanto nos
Estados Unidos, e também, fazer um levantamento das publicagdes do Laboratério de
Materiais Ceramicos da Escola de Engenharia Metalurgica da Universidade Federal de
Minas Gerais que sdo passiveis de gerar pedidos de patente. Esses topicos serdo

comentados a seguir.

Com relacdo ao desenvolvimento da rota sol-gel, constatou-se ser uma tecnologia de
importancia técnica ascendente, considerando-se o elevado numero de patentes
concedidas nos Estados Unidos. Além disso, comprovou-se também que tanto empresas
como universidades estrangeiras j& incorporaram a cultura da prote¢do, tanto do
conhecimento gerado, como também do investimento financeiro aplicado, utilizando o
sistema de patentes. As perspectivas para a rota sol-gel sdo as melhores possiveis,

conforme se verifica pelo grafico mostrado GRAF. 6.1.
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GRAFICO 6.1
Quantidade de setores tecnologicos que se utilizam da rota sol-gel, nos Estados Unidos,
1790 - 2002
40
35 -
30 24
25 -
20 - 16
15
10 6 5
5 0
0 <
1790 a 1976 a 1981 a 1986 a 1991 a 1996 a
1975 1980 1985 1990 1995 2002

FONTE : Elaboragao propria.

Desde que o assunto ¢ patente, nada mais l6gico do que relacionar setor tecnoldgico
com os simbolos da Classificagdo Internacional de Patentes. Assim, considerou-se cada
classificagdo como sendo um setor tecnoldgico. Por exemplo, tomando-se o periodo de
1981 a 1985, significa dizer que as patentes concedidas abrangiam cinco segmentos
distintos (cinco classificagdes diferentes) ver GRAF. 6.1. Ja de 1986 a 1990, quando
comegou verdadeiramente o crescimento da preocupacdo em depositar patentes relativas
ao sol-gel nos Estados Unidos, em vez de cinco setores como no periodo anterior,
dezesseis setores tecnoldgicos passaram a utilizar essa rota quimica. Finalmente, no
periodo de 1996 a 2002, quarenta segmentos tecnoldgicos tem se aproveitado da rota

sol-gel, o que comprova sua importancia e sua tendéncia de crescimento.

De acordo com informagdes da propria UFMG (2003), entre 1995 e 2003, ela efetuou
97 depositos de pedido de patente no INPI, sendo que desses, 17 sdo pedidos de patente
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depositados também nos Estados Unidos e Australia, de acordo com os dados da TAB.

5.10.

TABELA 5.10

Depositos de patentes nacionais e estrangeiros da UFMG até 21/08/2003

(continua)

Departamentos da UFMG

Depésitos

Nacionais Estrangeiras

Patentes

Quimica

Escola de Engenharia Mecanica
Microbiologia

Farmacologia

Escola de Veterinaria

Escola de Eng. Depart. Metalurgia
Engenharia Sanitaria
Bioquimica e Imunologia - ICB
Escola de Engenharia
Engenharia Nuclear

Coltec

Ciéncia da Computacao
Usuario Externo

Fisiologia e Biofisica

Parasitologia

19
17
15

N N DN O W0 > » N N

N

4
1
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TABELA 5.10
(concluséo)
Departamentos da UFMG Depésitos Patentes
Nacionais Estrangeiras
Clinica Médica 1 -
Depart. Planejam.Fisico e Obras DFPO 1 -
Escola de Eng. Depart. Hidraulica 1 -
Escola de Eng. Depart.de Estruturas 1 -
Fisica 1 -
Escola de Engenharia de Eletrénica 1 -
Total 97 17

FONTE - Elaboragao propria de acordo com informagdes da UFMG, 2003.

Ainda analisando as informacdes extraidas da TAB. 5.10, pode-se facilmente verificar
que a Escola de Engenharia Metalurgica encontra-se na sexta colocagdo entre os
departamentos da UFMG que mais depositam patentes. Os que mais demonstram a
preocupacdo em proteger suas pesquisas sdo: a Quimica, a Escola de Engenharia
Mecanica, a Microbiologia e a Escola de Veterindria. Os 17 depdsitos de patente
efetuados em outros paises estdo concentrados também entre esses cinco primeiros
colocados. E importante ressaltar, contudo, que desses depdsitos efetuados no exterior,
seis ja se transformaram em patentes concedidas nos Estados Unidos e na Austrélia e

dois, em patentes nacionais concedidas pelo INPIL.

Especificamente no caso do Laboratorio de Materiais Ceramicos, localizado na Escola
de Engenharia Metalirgica da UFMG, objeto dessa dissertagdo, facilmente se constata
pelos dados da TAB. 5.11, que apresenta um excelente nivel de publicacdo cientifica
relacionada ao processo sol-gel em areas como biotecnologia, revestimento ceramico ¢
outras. Entretanto, ao contrario do que ocorre com outros departamentos da propria

UFMG, o LMC ainda mostra uma timida preocupacdo em proteger a grande quantidade
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de conhecimento que suas pesquisas tem produzido e liberado gratuitamente, levando-se
em conta que as oitenta e oito publicacdes analisadas, todas de alto nivel,

corresponderam a apenas um pedido de patente publicado no INPI.

TABELA 5.11
Publica¢des do LMC em relag@o aos pedidos de patente publicados.

Area Tecnolégica Artigos Pedidos de patente
Analisados Publicados
Biotecnologia 15 -
Hibridos 6 -
Membranas 7 -
Nuclear 11 -
Processamento sol-gel 27 -
Recobrimentos 16 -
Vidro 6 1
Total 88 1

FONTE - Fonte: Elaboracdo prépria com base nas publica¢cdes do LMC/UFMG.

E importante ressaltar, contudo, que na realidade o LMC possui trés pedidos de patente
depositados no INPI, todavia, dois desses pedidos ainda estdo no periodo de sigilo,

razdo pela qual ndo foram considerados nessa TAB. 5.11.

Ficou claro também, de acordo com os dados do QUADRO 5.8, que o LMC / UFMG
apresenta condi¢des técnicas de mudar seu cenario na area de propriedade industrial,
elevando seu nimero de depdsitos de pedidos de patente, tanto em relacdo a propria
UFMG, como também frente a outros laboratdrios nacionais e estrangeiros. Agindo

assim, o LCM estard, entre outros, garantindo os direitos dos inventores e da propria
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Universidade no caso da exploragao da patente, protegendo o investimento publico que
tem recebido para suas pesquisas e também, ratificando sua importancia na geragao de
conhecimento agregado a responsabilidade em proteger seu patrimonio cientifico e

tecnologico.
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6 - CONCLUSOES

O estudo do desenvolvimento da tecnologia sol-gel, que produz materiais ceramicos
com caracteristicas técnicas e qualidades inigualaveis, utilizando como meio de
comparagdo os depositos de patentes realizados tanto no Brasil, quanto nos Estados
Unidos, mostrou que essa rota tecnologica teve seu crescimento industrial nos Estados
Unidos, a partir dos anos 1986/1990, com cerca de dezesseis segmentos tecnologicos
envolvidos. Desde entdo, esse crescimento tem aumentado a ponto de no periodo de
1996/2002, mais de quarenta segmentos tecnoldgicos se utilizarem dessa rota quimica,
confirmando assim, sua importancia tecnoldgica. Quanto ao desenvolvimento dessa
rota quimica no Brasil, comprovou-se seu surgimento a partir dos anos 1986/1992 e, que
esse crescimento se intensificou-se a partir de 1992/1997, muito embora, de forma
bastante timida, principalmente, com relacdo aos depodsitos de patente efetuados por

pesquisadores brasileiros.

Quanto ao cenario atual do Laboratorio de Materiais Ceramicos da Universidade
Federal de Minas Gerais, ficou claro que sua producdo cientifica, no tocante as
publicacdes em revistas especializadas, relativas ao sol-gel, possui um excelente nivel,
quando se trata tanto da quantidade quanto de sua qualidade técnica. Essas publicagdes
tém conseguido vencer todas as barreiras impostas pela editoras, sobretudo as
estrangeiras. Por outro lado, ficou constatado também que, o LMC ainda ndo tem

protegido suas pesquisas sob a forma de depdsitos de patente.

Finalmente, ficou claro que o LMC ndo se restringe simplesmente a geragdo de
conhecimento, mas, ao contrario, tem se preocupado também, com o desenvolvimento
de novos materiais ceramicos de interesse tecnoldgico e estratégicos para o Pais,
sobretudo nas dareas de biotecnologia, revestimentos ceramicos e também no
processamento da tecnologia sol-gel, propriamente dita. Um outro ponto a ser
ressaltado, € que a grande maioria dessas pesquisas, de valor tecnologico comprovado,

possui condigdes de gerar depositos de pedidos de patente, garantindo assim tanto o
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patrimonio cientifico, quanto o tecnologico desse laboratério, de seus inventores e

também da universidade.
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7—- SUGESTOES

No sentido de enfatizar a importancia do LMC no meio cientifico, bem como, sua
capacidade de geracdo de conhecimento e de novos materiais, empregando a tecnologia
sol-gel, sua preocupacdo em adaptar-se aos novos rumos da prote¢do do conhecimento
gerado nos meios académicos brasileiro, além da possibilidade de obter licenciamento
das inven¢des durante sua exploragdo comercial, e, com isso, conseguir retorno
financeiro para novas pesquisas, compra de materiais e equipamentos, além de proteger
seu patrimonio cientifico e garantir o recebimento de royalties e ganhos financeiros,
tanto pelo pesquisador, pelo laboratorio e universidade, ¢ imprescindivel que haja uma

mudanca de postura em sua estrutura operacional (FENANDES, 1998).

Devido a livre circulagdo de idéias no meio académico, propiciando uma troca de
informacodes entre os cientistas ¢ bastante comum a recep¢ao de pesquisadores e alunos
que visitam as instalagdes do laboratoério ou mesmo, que ai permanecem por periodos
prolongados de estagio. O desenvolvimento atual e a corrida na obtencdo de novos
materiais mais avancados tem incentivado a industria da espionagem industrial e
académica. Muitas vezes, essa espionagem envolve funciondrios, fornecedores e pessoal

contratado, de acordo com a opinido de FERNANDES (1998).

Serdo sugeridos, portanto, alguns procedimentos a serem adotados pelos pesquisadores

e alunos do LMC / UFMG.

7.1 — Gerenciamento de Controle das Informacoes

A sociedade atual estd vivenciando uma €poca sobrecarregada de informagdes de todas
as dareas, principalmente a tecnoldgica, que sao disponibilizadas nas formas mais
variadas, dentre elas, a publicacdo de pesquisas e artigos técnicos. Esse enorme volume

de informacgdes ¢ armazenado geralmente em arquivos, bibliotecas, bancos de dados ou,
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simplesmente, “acumuladas” em um canto qualquer, sem nenhum critério definido

como indexacado, classifica¢do, sigilo, etc (COSTA E SILVA, 1995; BAPTISTA, 2001).

Em qualquer segmento tecnoldgico, centro de pesquisa, laboratorio, a informagao ¢ uma
ferramenta indispensavel que auxilia a tomada de decisdo, seja no desenvolvimento de
uma nova pesquisa, na identificacdo de fornecedores de matérias-primas, produtos e
equipamentos, assessoria técnica, etc. Sendo assim, serdo comentados a seguir alguns

aspectos que merecem a atencao dos pesquisadores do LMC.

7.1.1 - Sigilo da informacao

O Brasil ocupou a sétima colocacdo no ano de 2002 entre os vinte paises que mais
cresceram na publicacdo de artigos cientificos, de acordo com os dados do MCT e ¢,
também, uma das maiores economias mundiais. Devido a isso, o Brasil tem sido alvo de
muitos investimentos e confirmado seu valor como poténcia emergente. Paralelamente,
o LMC da UFMG ocupa um lugar de destaque entre aqueles laboratorios universitarios

na area de materiais ceramicos, tanto no Brasil quanto no exterior.

Entre nossos valores culturais, contudo, ndo se encontra incluido o item seguranca ¢
protecao do conhecimento produzido. A publicagdo de artigos e a livre circulacao de
idéias sdo uma tradi¢do académica. Assim, muitas vezes, ingenuamente, O0S
pesquisadores revelam informagdes sigilosas, que em poder das empresas, cada vez mais
especializadas no gerenciamento das informagdes geradas nos meios académicos, podem
finalizar o desenvolvimento tecnologico e gerar patentes podendo, inclusive,
comprometer a pesquisa em andamento, além de deixar de receber royalties por
possiveis licenciamentos da patente (MACULAN, et al., 2000; O ESTADO DE SAO
PAULO, 2001; GAZETA MERCANTIL, 2001; FORBES, 2001).

Essa tradi¢do ¢ cada vez mais reforcada quando, na avaliagdo do pesquisador ¢ bastante
enfatizado seu nivel de publicagdo. E importante ressaltar, que nem tudo que é gerado
no ambiente cientifico fard jus ao deposito de patente. Entretanto, aquela pesquisa que

apresenta condicdes de gerar um desenvolvimento tecnologico deve ter sua publicagdao
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adiada, até depois do depdsito da patente para que outros ndo se apropriem

indevidamente do conhecimento gerado.

Antes que qualquer publicagdo (artigos, resumos para congresso e similares,
transparéncias, posters, dissertacdes, teses, material liberado antes de qualquer reuniao
técnica, etc) seja efetuada, ¢ imperioso que seu contetido seja previamente analisado
para que seja verificado se estdo sendo reveladas informagdes que possam inviabilizar

um futuro deposito de patente (KIRSCHENBAUM, 2002).

O artigo 11 paragrafo primeiro da LPI em vigor determina que “o estado da técnica é
constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de deposito do
pedido de patente, por descrigdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior”. Um poster, uma transparéncia, algum material apresentado
durante uma reunido, geralmente nao definem data em que foram apresentados,
entretanto, se esse material for fotografado (apresentando a data) e encontrado ou
mesmo apresentado por terceiros durante o exame da patente, ele pode ser citado como

anterioridade impeditiva a concessao da patente (GARABEDIAN, 2002).

Um outro fator bastante importante a ser considerado quanto ao aspecto do sigilo da
informagdo ¢ aquele relativo as normas e procedimentos internos, no caso do LMC da
UFMG. E notério entre os cientistas nacionais, habituados a fazer cursos no exterior, a
exigéncia por parte dessas universidades, de contratos que estabelecem clausulas de
sigilo a simples entrada nos laboratdrios. Esse procedimento tem sido, inclusive,
adotado por alguns departamentos da propria UFMG e de outros laboratérios e centros
de pesquisa nacionais, estabelecendo diretrizes de sigilo envolvendo tanto professores
quanto alunos envolvidos na pesquisa e também seus visitantes (MACEDO e

BARBOSA, 2000; GASPARETTO, 2003; RODRIGUES JUNIOR et al, 2003).
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7.1.2 - Depositar patentes

O LMC da UFMG ¢ um laboratorio respeitado tanto no Brasil quanto no exterior, tendo em
vista o nivel de seus cientistas, pesquisas desenvolvidas e publicagdes técnicas em revistas
especializadas nacionais e estrangeiras bem como, nos varios congressos que tém

participado.

Os rumos politicos e tecnologicos da atualidade e, também no Brasil, indicam uma
valorizagdo e uma corrida no sentido da protecio do conhecimento obtido, mais
precisamente, no setor de patentes, sobretudo como forma de proteger o dinheiro publico

que tem sido aplicado em pesquisas nas universidades publicas, no caso do Brasil.

Além da geragdao de conhecimento e de pessoal qualificado, a universidade também ¢
responsavel por proteger tanto seu patrimonio fisico, como também o intelectual. Aliés, a
propria Lei n® 8.027 de 12/04/1990, que dispde sobre a conduta do funciondario publico, ja
estabelece em seu artigo 2° os deveres dos servidores publicos civis. No item VI desse
artigo estd escrito: “zelar pela economia do material e pela conservagdo do patriménio
publico”. Portanto, proteger o conhecimento adquirido através de investimento publico ¢é

responsabilidade do pesquisador, que ¢ um funcionario publico.

Sugere-se, portanto, que o LMC passe a se preocupar também com a protecdo de suas
pesquisas geradoras de novos materiais, através do depodsito de patente, a exemplo do que
acontece com outros pesquisadores nacionais e estrangeiros. Agindo assim, ficara
comprovado que além da geracdo de conhecimento e técnicos qualificados, o LMC ja
atingiu o nivel de conscientizagdo da importancia da protecdo na area da propriedade
industrial, garantindo tanto os direitos da universidade, quanto o de seus pesquisadores no
caso da exploragdo de suas patentes. E importante ressaltar entretanto, que a patente em si,

ndo garante o retorno financeiro mas, a sua comercializagao.
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9 ANEXOS

9.1 - Anexo I
Pedidos Publicados no INPI sobre Sol-Gel de 1986 a 2002
Pedido Depositante Data do Data da Pais da Campo
Depdsito Publicacio Prioridade | Tecnolégico
PI1 0000162 | Samsung Electronic | 25/01/2000 29/08/2000 KR C03C
P1 0003148 | UFMG 03/07/2000 07/05/2002 BR C03C
P10004602 | L’Oreal 22/09/2000 2001 FR A61K
P10007188 |L’Oreal 28/09/2000 04/09/2001 FR A61K
P1 0007192 |L’Oreal 28/09/2000 2001 FR A61K
PI1 0008653 | Lily Industries, Inc. | 03/03/2000 2001 uUsS C09D
P1 0008692 | Novara Technology | 08/03/2000 26/12/2001 IT CO03B
SRL
P1 0008843 | Basf Coating 06/03/2000 08/01/2002 DE C09D
PI1 0009991 | Bayer 11/04/2000 08/01/2002 DE BO1J
Aktiengesellschaft
P10011592 | Sol-Gel Technology | 24/05/2000 05/03/2002 us A61K
Ltd
P10012971 | Block Drug 04/08/2000 2002 [N A61K
Company, Inc
P10013440 | Saint-Gobain 07/08/2000 30/04/2002 us CO9K
Ceramics and
Plastics
P1 0013539 | Basf Coating 17/08/2000 07/05/2002 DE C09D
P10013614 | Basf Coating 17/08/2000 14/05/2002 DE C09D
P10015680 |Basf 10/11/2000 2002 DE CO8F
Aktiengesellschaft
PI10110159 | Engelhard Corp. 18/04/2001 05/03/2003 EP BO1J
PI10110600 |Sol-Gel 20/04/2001 15/04/2003 us A61K
Technologies Ltd
P10201896 | Rohm and Haas Co. | 21/05/2002 22/04/2003 uUS BO1J
P1 0202016 | Saint-Gobain 31/05/2002 20/03/2003 [N B02C
Ceramics and
Plastics
PI1 8601922 | Minnesota Mining 29/04/1986 30/12/1986 (0N C04B
and Manufacturing
PI1 8705242 |Ignorado 02/10/1987 1988 (0N C08G
PI1 8901916 | Alcan International 19/04/1989 1989 GB C04B
Ltd
P1 9002015 | Norton Company 30/04/1990 1991 US C04B
P19102212 | Univers. Estad. 29/05/1991 05/01/1993 BR Co1G
Paulista
PI1 9200864 | Norton Company 13/03/1992 17/11/1992 uUS DO1F
P1 9300667 | Norton Company 25/02/1993 31/08/1993 SN B24D
P19304350 |Japan Abrasive Co. 25/10/1993 11/10/1994 JP CO09K
Ltd
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Pedido Depositante Data do Data da Pais da Campo
Deposito Publicacio Prioridade | Tecnolégico
PI19401122 | American 10/03/1994 18/10/1994 [N C03C
Telephone & Telegr
PI19401123 | American 10/03/1994 18/10/1994 usS C03C
Telephone &Telegr.
P19401657 |Hermes 29/04/1994 27/12/1994 EP CO9K
Schleifmittel Gmbh
& Co..
P19403117 | Norton Company 29/07/1994 11/04/1995 sem prior. B24D
P1 9407417 | Shell Intenationale 07/09/1994 12/05/1996 sem prior. BO1J
PI1 9408147 | Norton Chemical 13/09/1994 12/08/1997 sem prior. BO1J
Process Products
Corp.
PI1 9408691 | Norton Chemical 13/09/1994 21/08/2001 sem prior. BO1J
Process Products
Corp.
P1 9504582 | International 27/10/1995 07/10/1997 [N HO5K
Business Machines
Corp.
PI1 9510355 | Saint-Gobain 30/08/1995 23/12/1997 [N CO9K
Ceramics and
Plastics
PI1 9604846 | Saint-Gobain 13/03/1996 16/06/1998 (0N CO9K
Ceramics and
Plastics
P19604913 | Saint-Gobain 27/03/1996 26/10/1999 us B24D
Ceramics and
Plastics
P1 9609686 | Saint-Gobain 21/06/1996 21/12/1999 [N CO9K
Ceramics and
Plastics
P19712766 | Pfleiderer 14/11/1997 26/10/1999 DE C08G
Daemmstofftechnik
Int.
PI1 9712956 | Institut Fuer Neue 14/11/1997 07/12/1999 DE B22C
Materialien
Gemeinnutzige
Gmbh
PI1 9713084 | Institut Fuer Neue 14/11/1997 28/03/2000 DE CO8L
Materialien
Gemeinnutzige
Gmbh
P1 9807350 | Engelhard Corp. 12/02/1998 25/04/2000 EP BO1J
PI1 9808454 | L’Oreal 03/04/1998 23/05/2000 FR A61K
P1 9808632 | Corning 30/03/1998 16/05/2000 FR B32B
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Pedido Depositante Data do Data da Pais da Campo
Deposito Publicacio Prioridade | Tecnolégico

PI 9811194 | The Trustees of 13/08/1998 25/07/2000 [N B65D
Princeton
University

PI1 9811910 |Bayer 05/08/1998 15/08/2000 DE BOIL
Aktiengesellschaft

PI1 9813167 | Norton Company 29/07/1998 22/08/2000 SN C04B

PI1 9815201 | Teloptics 27/10/1998 14/11/2000 (0N GO2F
Corporation

P19903515 | Clamper Induastriae | 09/08/1999 24/04/2001 BR BO1J
Coméricio Ltda

P1 9904647 | Universidade 15/09/1999 17/04/2001 BR C23C
Estadual Paulista

P19905560 | Clamper Industriae | 16/11/1999 02/01/2002 BR HO1L
Comércio Ltda

P1 9908036 |E.l.du Pont de 09/02/1999 28/11/2000 (0N Cco7C
Nemour and Co.

PI1 9913109 | Institut Fuer Neue 03/09/1999 08/05/2001 usS C03C
Materialien
Gemeinnutzige
Gmbh

P19913474 | E.l.du Pont de 25/08/1999 22/05/2001 [N Co7C
Nemour and Co.

PI1 9913580 | Novara Technology | 06/09/1999 22/05/2001 IT C01B
SRL

P1 9916048 | Ameron 17/11/1999 08/01/2002 usS F16L
International Corp.

P1 9917356 |3M Innovative 08/10/1999 2002 [N FOIN

Proerties Comp.
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(22) Data de Depdsito: 30/08/85

(43) Data de Publicagso: 23/12/97 (RP) 1408)
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(61) nt. CI :
CO9K 3/14
CO1F 7/02
CO04B 35/111

{54) Titulo: Alumina sol-gel modificads
(30) Priovidede Unionista: 17/11/84 US 341248

(71) Depositente(s) Saint-Gobain/Norion Industrisl Ceramics
Corporston (US)

(72) iventorfes)” Ajsy K Gerg

(74) Procurador: D 1, Bigier & Ip

(B8) Padhdo Imemacional: PCT US 95/10961 de 3008/05
{87) Publcagho Imemacional WO 968/18138 de 30/08/08.
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Folha de rosto do pedido de patente GB (inglés)

» UK Patent Application .. GB .2 252 981.A

(43) Date ot A publication 26.08.1992

(21) Application No 9203439.6 (51) INT CL®
C23C 14/58 14/16 28/02

(22) Date of filing 16.02,1992
(52) UK CL (Edition K}
C7F FAXX FPEX FPB11 FPB41 FPB51 FPBE4 FOBE1

(30) Priority data
FoBe4 FRB20 FRB41 FRB52 FRES3 FRBE2 F102

(31) 07656495 (32) 19.02.1991 (33) US
F103 F105 Fd11 F420 F440
U1S S1B854 53010
{71) Applicant ;
(58} Documents cited
Grumman Aeraspace Corporation GB 2222604 A GB 1604137 A  GB 1545305 A
GB 1517606 A GB 1457033 A GB 1215088 A
(inearpefatad in (he USA'= Now York) GB 0536812 A  JP 570126962 A US 4305998 A
South Oyster Bay Road, Bethpage, New York 11714, US 3309292 A 5
United States of America (58} Field of search
{72) Inventor UK CL (Edition K) C7B BBPK BCCD BCCF, C7F
Albert G Tobin FACE FACL FACM FACP FACX FAHE FAHL
FAHM FAHP FAHX FAXE FAXL FAXM FAXP

FAXX FBAX FBBEX FBXX FGA FGB FGZ FPCX

(74) Agentand/or Address for Service FPDX
Haseltine Lake & Co INT CL C23C
Hazlitt House, 28 Southamplon Builidings, k.
ct v Lane, London, WC2A 1AT, United Kingdom Online datsbsses: WP, CLAIMS

(54) Ditfusion barrier coating for titanium alioys involving alloying

{57} In order tc produce an oxidation-resistant surface for titanium aluminides and alloys, for use in aerospace structures, a
refractory metal is deposited on a substrate of the titanium material 1o form a diffusion barrier. The surface of the barrier is
then alloyed with a metal to form a protective oxide scale on exposure ta a high-temperature oxidizing medium. In a
preferred embodiment niobium or tantalum is used as the refractory barrier layer. Alloying of the barrier layer may be
effected by applying a surface alloy consisting of alloy compositions of Cr, Ni, Fe, Ca and Al is either alloyed to the surface
alloy layer either by aluminization or by co-sputtering Al with the other elements which alloy then alloys with the barrier layer
suriace, sultably with heating. Alternatively a tilm of one of Ni, Fe, Cror Go is applied onto a Nb film and then a layer of Al is
evaporated thereon.

V 186 2S¢ ¢ g9
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Folha de rosto do pedido de patente FR (francés)

REPUBHQWCAISE @ N° de publication : 2 672 906

(& n'utiliser que pour les

INSTITUT N‘ATIONAL commandes de reproduction)

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PARIS

@ N° d’enregistrement national : 92 01514

(G Intcr : © 23 € 30/00//C 22 C 14/00

(@] DEMANDE DE BREVET D’'INVENTION A1

(22) Date de dépét : 11.02.92.
Priorité : 19.02.91 US 656495.

Date de la mise a disposition du public de la
demande : 21.08.92 Bulletin 92/34.

Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : Le rapport de recherche n'a pas été
établi & la date de publication de la demande.

Références a d'autres documents nationaux
apparentés :

(71) Demandeur(s) : GRUMMANAEROSPACE
CORPORATION Société de droit américain — US.

@ Inventeur(s) : Tobin Albert G. — Cabinet Ballot-
Schmit.

@ Titutaire(s) :

Mandataire : Cabinet Ballot-Schmit.

Revétement a barriére de diffusion pour alliages de titane.

Afin de produire une surface résistante a I'oxydation
pour des aluminures et des alliages de titane, un métal ré-
fractaire est déposé sur un substrat (12) de matériau a
base de titane pour former une barmriére de diffusion (14).
La surface de la barriére (14) est alors alliée avec un métal
pour former une écaille d’'oxyde protecteur lors de I'exposi-
tion & un milieu oxydant & haute température. Dans un
mode de réalisation préféré, du niobium ou du tantale est
utilisé comme couche barriére réfractaire (14).

Couche résistante A& 1l’oxydation
Ni, Pe, Cr, Co at Al

18

Couche barriare Nb ou Ta

14

substrat titane

12
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PATENTAMT o~ i
= {
w !

(@) Unionsprioritat @ @ @ @ Erfinder:

19.02 91 US B56435 Tobin, Albert G., Smithtown, N.Y  US |
@) Anmelder !
|

Grumman Aerospace Corp , Bethpage, N.Y . US I

Ver?rc:er

Prufer, L., Dipl.-Phys.. Materne, J.,

Dipl -Phys.Dr.rer.nat.habil., Pat.-Anwalte, 8000
Munchen
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PCT

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
International Bureau

INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) International Patent Classification © :

HO5B 37/00 Al

(11} International Publication Number:

{43) International Publication Date:

WO 98/56213

10 December 1998 (10.12,98)

(21) International Apg :

PCT/US98/10934

(22) Internationsl Filing Date: 3 Jure 1998 (03.06.98)

(30) Priority Data:
60/0:

48,599 4 June 1997 (04.06.97) us
60/055,488 12 August 1997 (12.08.97) us
{71) Appli (for all d d States except US): FUSION

LIGHTING, INC. [US/US]; 7524 Sundish Place, Rockville,
MD 20855-2730 (US).

(72) Inventors; and

(75) Inventors/Applicants (for US only): TIAN, Yonglai [CN/US];
3819 Charles Stewart Drive, Fairfax, VA 22033 (US).
KIRKPATRICK, Douglas, A. [US/US]; 10929 Beach Mill
Roud, Great Falls, VA 22066 (US). CRAIG, Bradley, D.
[US/US]); 525 University Avenue S.E. #1, Minneapolis,
MN 55414 (US). RASMUSSEN, John, F. [US/US], 15301
Kwanzan Court, North Potomac, MD 20878 (US). URY,
Michael, G. [US/US]: 5§ Seekonk Cross Road, Great Bar-
rington, MA 01230 (US).

| (74) Agents: STEINER, Paul, E.; Patent Counsel, Fusion Lighting,
Inc., 7524 Standish Place, Rockville, MD 20855-2730 (US)
et al.

(81) Designated States: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE,
GH, GM, GW, HU, ID, IL, 18, JP, KE, KG, KP, KR, KZ,
LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL,
TI, T™, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO
patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), Eurasian
patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European
patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
IE, IT, LU, MC, NL. PT, SE), OAPI patent (BF, BJ, CF,
CG, CI, €M, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published
With international search report.

(57) Abhstract

| or two phase glass.

A screen (49) including mesh portions (47 and 48) for a discharge lamp (46) bears a
protective coating which inhibits degradation of the screen under lamp operating conditions.
The coating does not absorb microwave energy, is transparent or reflective 1o visible light,
and is capable of protecting the screen for at least several thousand hours of operation without

t ial oxidation or ishing of the screen. The coating remains on the screen al screcn
temperatures above about 300 degrees C, and the coating does not significantly crack as the
screen heats and cools. The coating may include, for example, a solgel deposited single phase

(54) Title: METHOD AND APPARATUS FOR IMPROVED ELECTRODELESS LAMP SCREEN
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a2 Patent Application Publication () Pub. No.: US 2003/0162284 Al
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(22)  Filed Nowv. 1, 2002 analyte
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9.2 Anexo I1

EP 0939 434 A1

Folha de rosto do pedido de patente EP (europeu)

Europdisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(19) Q)

AT STAA

an EP 0939 434 A1

(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION

(43) Date of publication:
01.09.1999 Bulletin 1999/35

(21) Application number: 98870038.1

(22) Date of filing: 25.02.1998

(51) int. 1.5 HO1L 21/316, HO1L 21/3205,
C23C 18/12

(84) Designated Contracting States:
ATBECHDEDKESFIFRGBGRIEITLILUMC
NL PT SE
Designated Extension States:
AL LT LV MK RO SI

(71) Applicants:
» INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELEKTRONICA
CENTRUM VZW
3001 Heveriee (BE)
* LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM
3530 Diepenbeek (BE)

{72) Inventors:
« Wouters, Dirk
3001 Leuven (BE)
« Norga, Gerd
2610 Antwerpen (BE)

+ Maes, Herman
3360 Bierbeek (BE)
« Nouwen, Ria
3590 Diepenbeek (BE)
+ Mullens, Jules
3500 Hasselt (BE)
+ Franco, Dirk
3800 Sint-Truiden (BE)
+ Yperman, Jan
3511 Hasselt (BE)
+ Van Poucke, Lucien C.
3500 Hasselt (BE)

(74) Representative:
Van Malderen, Joelle et al
Office Van Malderen,
Place Reine Fabiola 6/1
1083 Bruxelles (BE)

(54)  Method for fabricating ferroelectric thin films using a sol-gel technique

(57) A method is disclosed for the ion of ferro-
electric films using a multi coating process based on a
sol-gel technique. In particular a method is disclosed to
fabricate high-quality thickness scaled PZT films of an
alkoxide-type liquid chemical PZT precursor solution,
preferably a Pb{Zr,Ti,.,)Oa precursor solution, using a
sol-gel technique. At least two coated layers are depos-
ited, but the precise number of coated layers depends
on the desired thickness of the ferro-electnic film.
According to the method of the invention, the electrical
characteristics of the fim as formed are not dependent
on the number of coated layers. There are a number of
properties, characteristic for the method of the present
invention, and resulting in said axcellent electrical char-
acteristics. In fact said method can comprise a multi
coating process wherein a reduced number of coaled
layers is used but where intermediate crystallization
steps are performed. The ferro-alectric films formed
using this method have Il lectrical ¢t (.
tics, provi that a cry 1 step is only per-
formed if the thickness of the film formed since the last
crystallization step is minimum about 40 1o 50 nm., Alter-
natively, the method can comprise a mult coating proc-
ess wherein no intermediate crystallization steps are
used.
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9.3 Anexo III

Codigo para Identificacao de Dados Bibliograficos (INID)

(10) Identificacdo do Documento

(11) Numero do documento.

(12) Designacao do tipo de documento (pedido de patente, patente, etc).
(13) Tipo de codigo de documento.

(19) Nome do pais ou reparti¢ao que publicou o documento de patente.
(20) Dados de Pedidos Nacionais

(21) Numero de deposito — fornecido no momento da sua apresentacao.
(22) Data do deposito do pedido de patente.
(23) Outra(s) datas, incluindo a de depdsito das especificagdes completas apods

especificagdes provisorias ou data de exibi¢do publica.
(30) Datas de Prioridade

(31) Nuimero do deposito da prioridade unionista.
(32) Data de deposito do pedido de patente no pais de origem (prioridade unionista).

(33) Pais do depdsito da prioridade unionista.
(40) Datas de Acesso ao Publico

(41) a (47) Datas em que o documento de patente torna-se acessivel ao publico.
(43) Data da publicagdo do pedido de patente, ainda ndo examinado.

(45) Data da expedicao da Carta Patente.
(50) Informagao Técnica

(51) Classificacao Internacional de Patente.
(52) Classificagao Nacional de Patente.
(54) Titulo do pedido de patente.

(56) Lista de documentos do estado da técnica.
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(57) Resumo ou reivindicagdes
(60) Relagao a outros Documentos de Patentes Nacionais

(62) Desdobramento — referéncia ao documento que originou o desdobramento.
(63) Numero e data do depdsito de um pedido anterior em relagdo ao qual o pedido esta

relacionado, por exemplo, pedido desdobrado.
(70)Identificagdo das Partes Relacionadas com o Documento
(71) Nome (s) do (s) Depositante (s).

(72) Nome (s) do (s) Inventor (es).

(73) Nome (s) do (s) Titular (es).

(74) Nome do Procurador.

(75) Nome do (s) inventor (es), também depositante (s).

(80) Identificagdo de Dados Relacionados a Convengdes Internacionais além da

Convencgao de Paris

(81) Paises designados em depositos pelo PC
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9.4 Anexo IV
Significado da Classificacao Internacional de Patentes
Secao A — Necessidades Humanas.
Subsecio Significado
A01 Agricultura; Silvicultura; Pecudaria; Caca; Captura em armadilha; Pesca.
AOIN Conservacao de corpos de seres humanos ou animais ou plantas, ou partes
dos mesmos; Biocidas, por ex., desinfetantes, pesticidas, herbicidas;
Repelentes ou atrativos para pestes; Reguladores do crescimento de plantas.
A23 Alimentos ou produtos alimenticios; seu beneficiamento ndo abrangido por
outra subclasse.
A23K Forragem.
A6l Ciéncia Médica ou Veterinaria; Higiene.
Secdao B — Operacoes de Processamento; Transporte.
Subsecao Significado
BO1 Processo ou Aparelhos fisicos ou quimicos em geral.
BO1D Processos ou aparelhos fisicos ou quimicos em geral; Separacao.
BO1J Processos quimicos ou fisicos, por ex., catalise, quimica coloidal; aparelhos
pertinentes a0S mesmos.
B02 Trituracdo, pulverizacdo; Beneficiamento preliminar do grao antes da
moagem.
B02C Trituragdo, pulverizagdo ou desintegracao; Moagem do grao.
B05 Pulverizagdo ou atomizacdo em geral; Aplicacdo de liquidos ou de outros
materiais.
BO5D Processos para aplicagdo de liquidos ou de outros materiais fluentes
superficiais em geral.
B24 Esmerilhamento; Polimento.
B24D Maquinas; Dispositivos ou processos de esmerilhamento ou polimento;

Retificag@o ou restauracao de superficies abrasivas; Alimentacao ou aplicagao
de material de esmerilhamento e polimento, ou agentes abrasivos.
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Subsecao Significado
B28 Manipulacao de cimento, argila ou pedra.

B28SB Modelagem de argila ou de outras composi¢des de ceramica, escorias ou
misturas contendo material cimentoso, por ex., gesso.

B29 Processamento de matérias plasticas; Processamento de substincias em
estado plastico em geral.

B29D Producdo de objetos especiais de matérias pldsticas ou de substdncias em
estado plastico.

B32 Produtos em camada.

B32B Produtos em camada, isto €, produtos estruturados com camadas de forma
plana ou ndo plana, por ex., em forma celular ou alveolar.

B41 Impressao; Maquinas para imprimir linha; Maquina de escrever; Carimbos.

B41C Processos para manufatura ou reproducao de superficies de impressao.

B65 Transporte; Embalagem; Armazenamento; Manipulagdo de material delgado
ou filamentar.

B65D Recipientes para armazenamento ou transporte de artigos ou materiais, por
eX., sacos, barris, garrafas, caixas, latas, caixa de papeldo, engradados,
tambores, potes, tanques, alimentadores, conainers de transporte; acessorio,
fechamento, ou guarni¢des dos mesmos; elementos de embalagem, pacotes.

Secdo C — Quimica e Metalurgia.
Subsecio Significado

CO01B Elementos ndo metalicos e seus compostos.

C01D Compostos de metais alcalinos, isto ¢, sddio, potassio, rubidio, césio ou
francio.

CO1F Compostos de metais berilio, magnésio, aluminio, cdlcio, estrdncio, bario,
radio, torio ou dos metais terras raras.

Co1G Compostos contendo metais ndo abrangidos pelas subclasses CO1D ou CO1F.

C02 Tratamento de agua, de aguas residuais, de esgoto ou de lamas e esgotos e
lodos.

CO2F Tratamento de dgua, dguas residuais, esgotos ou de lamas e lodos.
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Subsecao Significado
C03 Vidro, La mineral ou 13 de escoria.

CO03B Manufatura, modelagem ou processos complementares.

CO3C Composi¢do quimica de vidros, vidrados (vitrificados) ou esmaltes vitreos;
Tratamento da superficie do vidro; Tratamento da superficie ou de filamentos
de vidro; minerais ou escorias; unido de vidro a vidro ou a outros materiais.

C04 Cimentos; Concreto; Pedra artificial; Ceramica; Refratarios.

C04B Cal; Magnésia, Escoria; Cimentos; suas composi¢des, por e€X., argamassas,
concreto ou similares a materiais de construgdo; Pedra artificial; Ceramica;
Refratarios; Tratamento da pedra natural.

uimica Organica
cor |9 g
Compostos aciclicos ou carboxilicos.
C07C p
Co8 Compostos macromoleculares organicos; sua preparacdo, ou seu
processamento quimico; Composi¢des baseadas nos mesmos.
Polissacarideos; Seus derivados.

C08B ’

CO8C Tratamento ou modificagdo quimica da borracha.

CO8G Compostos macromoleculares obtidos por  reagdes outras que nao
envolvendo ligagdes insaturadas carbono-a-carbono.

Co8J Elaboragdo; Processos gerais para formar misturas; Pos-tratamento nao
abrangido pelas subclasses CO8B, C, F, G.

CO8K Emprego de substancias inorganicas ou organicas nao-macromoleculares
como ingredientes de composicao.

COSL Composicdes de compostos macromoleculares.

C09 Corantes; Tintas; Polidores; Resinas naturais; Adesivos; Composigoes
diversas; Diversas aplicacdes de substincias.

CO9D Composigdes de revestimento, por ex., tintas, vernizes, lacas; Pastas de
enchimento; Removedores quimicos de tintas para pintar ou imprimir;
Fluidos corretores; corantes para madeira; Pastas ou s6lidos para colorir ou
imprimir; Utilizagdo de materiais para esse fim.

C09C Tratamento das substancias inorganicas, outras que nao enchimentos fibrosos,
para lhes acentuar as propriedades de pigmentacdo ou de enchimento.

Co09J Emprego de outras matérias que ndo a cola como adesivos; Processos

adesivos em geral (parte ndo mecanica).




128

Subsecao

Significado

CO9K

Matérias para aplicagdes diversas ndo incluidas em outro local.

C10

Indtstrias do petroleo, do gas ou do coque; gases técnicos contendo
monoxido de carbono; Combustiveis lubrificantes; Turfa.

C10G

Craqueamento de 6leos de hidrocarbonetos; Produc¢do de misturas liquidas de
hidrocarbonetos a partir de materiais outros ndo hidrocarbonetos, por ex., por
hidrogenacao destrutiva; Recuperagdo de dleos de hidrocarbonetos a partir de
xisto betuminoso, arenito oleifero, ou gases; Refinag¢do de misturas
constituidas principalmente de hidrocarbonetos; Reforma de nafta; Ceras
minerais.

Cl12

Bioquimica; Cerveja; Alcool; Vinho; Vinagre; Microbiologia; Enzimologia;
Engenharia genética ou de mutacao.

CI2N

Microorganismos ou enzimas; Suas composi¢oes.

C22

Metalurgia; Ligas ferrosas ou nao ferrosas; Tratamento de ligas ou de metais
ferrosos.

C22B

Produgdo ou refino de metais; Pré-tratamento de matérias primas.

C23

Revestimentos de materiais metalicos; Revestimento de materiais com
materiais metalicos; Tratamento quimico de superficies; Tratamento de
difusdo de materiais metalicos; Revestimento por evaporacdo a vacuo, por
pulverizacao catodica, por implantacao de ions ou por deposicdo quimica
em fase de vapor; Inibi¢do da corrosdo de materiais metdlicos ou incrustagdo
em geral.

C23C

Revestimento de materiais metalicos; Revestimento de materiais com
materiais metalicos, tratamento da superficie de materiais metalicos por
difusdo na superficie, por conversdo quimica ou substituicdo; Revestimento
por evaporagdo a vacuo, por pulverizagdo catddica, por implantacdo de ions
ou por deposi¢do quimica em fase vapor em geral.

C25

Processos eletroliticos ou eletroforéticos; Aparelhos para esse fim.

C25B

Processos eletroliticos ou eletroforéticos para a produgdo de compostos ou de
nao metais; Aparelhos para esse fim.

C25D

Processos para a produgdo de revestimentos eletroliticos ou eletroforéticos;
Eletrotipia; Aparelhos para esse fim.
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Secio D — Téxteis e Papel.

Subsecao Significado

DO1 Linhas ou fibras naturais

DO1F Caracteristicas quimicas da manufatura de filamentos, linhas, fibras, cerdas ou
fitas artificiais.

D04 Entrancamento; Fabricacdo de renda; Malharia; Passamanaria; Panos nao
tecidos.

D04H Fabrica¢do de tecidos, por ex., com fibras ou material filamentar; Tecidos
fabricados por esses processos ou aparelhos, por ex., feltros, panos nao
tecidos; Algoddao em rama; Enchimento.

D06 Tratamento de téxteis ou similares; Lavanderia; Materiais flexiveis ndo
incluidos em outro local.

DO6F Lavanderia, secagem alisamento a ferro, prensagem ou dobramento de artigos

téxteis.

Secio F — Engenharia Mecanica; [luminacio; Aquecimento; Armas; Explosao.

Subsecao Significado
F21 [luminacao
F21vV Detalhes dos dispositivos de iluminagao de aplicagdo geral.
F28 Troca de calor em geral.
F28D Aparelhos de troca de calor, ndo incluido em uma outra subclasse em que os

meios de troca de calor ndo entram em contato direto; aparelhos ou
instalagdes funcionais de armazenamento de calor em geral.
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Secao G — Fisica.

Subsecao Significado
GO1 Medigao; Afericao.

GOIN Investigacao ou analise dos materiais pela determinagdo de suas propriedades
quimicas ou fisicas.

GOIT Medicao de irradiagdes nucleares ou de raios X.

G02 Otica

GO2B Elementos, sistemas ou aparelhos oticos.

GO2F Dispositivos ou disposi¢des, nos quais o funcionamento 6tico ¢ modificado
pela variacdo das propriedades oOticas do meio que constitui estes dispositivos
ou disposi¢des e destinados ao controle da intensidade da cor, da fase da
polariza¢do ou da direcdo da luz, por ex., comutacdo, abertura de entrada ou
saida, modulagdo ou demodulagdo; Técnicas ou procedimentos necessarios
para o funcionamento destes; Mudanga de freqiiéncia; Otica ndo linear;
Elementos 6ticos logicos; Conversores 6ticos analdgicos/digitais.

GO03 Fotografia; Cinematografia; Técnicas semelhantes utilizando ondas outras
que ndo ondas dticas; Eletrografia; Holografia.

G03G Eletrografia; Eletrofotografia; magnetografia.

G21 Fisica Nuclear; Engenharia Nuclear.

G21C Reatores nucleares.

Secao H — Eletricidade.
Subsecao Significado
HO1 Elementos elétricos basicos.

HO1B Cabos; Condutores; Isoladores; Utilizagdo de materiais especificos devido a
suas propriedades condutoras, isolantes ou dielétricas.

HO1J Vialvulas de descarga elétrica ou lampadas de descarga elétrica.

HO1L Dispositivos semicondutores; Dispositivos elétricos em estado solido nao
incluido em outro local.

HO1S Dispositivos utilizando a emissao estimulada.
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Observacoes:

. Faltou mencionar a classificagdo E (Constru¢des Fixas) considerando que essa

subse¢do ndo constou de nenhum dos processos na area sol-gel.

. Estes simbolos estdo de acordo com a Classificagao Internacional de Patentes — 7%

edicao, 1999.



9.5-Anexo V

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS — UFMG
ESCOLA DE ENGENHARIA METALURGICA E DE MINAS

LABORATORIO DE MATERIAIS CERAMICOS
Solicita¢ao para Deposito de Patente

Nome do Pesquisador:

Area da Pesquisa:

Resumo da pesquisa:
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Quesitos

Sim

1. Vocé depositou a patente antes da primeira publicacao?

2. Se ndo, vocé submeteu o artigo ciente da necessidade da prote¢ao

intelectual?

3. Foi efetuada uma busca de anterioridade no Brasil e no exterior?

4. Foi efetuada uma busca na documentagdo de patente?

5. A tecnologia esta se desenvolvendo de forma rapida no Brasil?

6. A tecnologia esta se desenvolvendo de forma rapida no exterior?

7. Diz respeito a uma nova area tecnoldgica?

8. Existe interesse em licenciar a invengao?

9. O valor comercial do processo e/ou produto € superior aos custos

envolvidos desde o deposito até a concessao da patente?

10. O novo material ja esta em condi¢des de ser fabricado?

11. O novo material ainda necessita de uma fase de transi¢ao entre a

escala de laboratério para a industrial?

12. Vale a pena depositar essa patente também em outros paises?

13. Quais os setores tecnologicos poderiam se beneficiar dessa

mnvencao?

14 Vocé aplicaria suas economias nessa pesquisa?




